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WNIOSEK O UTWORZENIE NOWEJ SPECJALNOŚCI

1. Proponowana/e specjalność/ci w ramach prowadzonego kierunku studiów:

Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych (Physics of Condensed Matter and Semiconductor Devices)

2. Prowadzony kierunek studiów w ramach, którego utworzona/e zostanie/ną nowa/e specjalność/ści: 
Fizyka (Physics)

3. Specjalizacje w ramach proponowanej specjalności:

a) Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych (Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures)

b) Fizyka przyrządów półprzewodnikowych (Physics of Semiconductor Devices)

c) Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej (X-Ray Methods in Condensed Matter Physics) 

d) Metody synchrotronowe i neutronowe w fizyce materii skondensowanej (Synchrotron and neutron  Methods in Condensed Matter Physics)

4. Jednostka(i) mająca(e) prowadzić specjalność: 

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski (Faculty of Physics, University of Warsaw) 

5. Rodzaj studiów (pierwszego stopnia/drugiego stopnia), forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne), czas trwania studiów: 
studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2 lata (second cycle programme, full-time, 2 years)

6. Przewidywany termin rozpoczęcia studiów:

rok akademicki 2010/2011

7. Uzasadnienie merytoryczne:

Fizyka Ciała Stałego stanowi podstawę wielu nowoczesnych dziedzin gospodarki, takich jak elektronika, optoelektronika, informatyka, telekomunikacja, przetwarzanie danych itp. Ogromny postęp cywilizacyjny, jaki nastąpił w ostatnich dziesięcioleciach był w dużej części możliwy dzięki wszechstronnemu wykorzystaniu półprzewodników i różnorakich struktur półprzewodnikowych. Bazą tego postępu było zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w tych materiałach (np. transportu elektronowego, właściwości optycznych) i sposobów modyfikacji i kontroli ich właściwości. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie nowych rozwiązań związanych z rozwojem „czystej energetyki” nowych generacji czujników (biosensory, czujniki gazów…), źródeł i detektorów promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie widmowym itp. istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów umiejących przewidzieć, zbadać i zinterpretować procesy fizyczne z jakimi spotykamy się w nowych materiałach i strukturach. Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego istnieje wieloletnia tradycja prowadzenia tego typu badań i kształcenia specjalistów posiadających takie umiejętności. Program istniejącej aktualnie specjalności zostanie uaktualniony i zmodyfikowany, uwzględniając umiejętności uzyskiwane przez absolwentów studiów I stopnia.

8. Rekrutacja:

ZAŁĄCZNIK  A


Al. Wymagania stawiane kandydatom

A2. Zasady rekrutacji

A3. Zasady odpłatności

A4. Przewidywana liczba studentów/limit przyjęć

9. Opis studiów:

ZAŁĄCZNIK  B


Bl. Oczekiwane cele kształcenia

B2. Kwalifikacje absolwenta

B3. Ramowy program studiów zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku i poziomu kształcenia, z uwzględnieniem punktacji ECTS

B4. Szczegółowy plan studiów zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku i poziomu kształcenia, z uwzględnieniem punktacji ECTS

B5. Programy nauczania przedmiotów objętych planem studiów (sylabusy)

10. Informacja o jednostce prowadzącej studia:

ZAŁĄCZNIK  C


Cl. Informacja o minimum kadrowym

C2. Informacja o infrastrukturze zapewniającej prawidłową realizację celów kształcenia

C3. Informacja o dostępie do biblioteki wyposażonej w literaturę związaną ze specjalnością

C4. Informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z kierunkiem**

C5. Informacja o liczbie studentów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz proporcji na każdych prowadzonych przez jednostkę studiach

11. Kosztorys studiów zawierający kalkulację kosztów i wysokość opłat na studiach płatnych

Nie dotyczy.

12. Uchwała(y) rady wydziału/rad wydziałów/rady międzywydziałowej jednostki organizacyjnej wnioskująca(e) do Senatu UW o utworzenie specjalności oraz Porozumienia:

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza.El. Uchwały

E2. Porozumienie o współpracy zawarte między jednostkami UW

Nie dotyczy.

E3.Porozumienie dotyczące przypadku, gdy specjalność będzie prowadzona wspólnie przez różne uczelnie i inne instytucje naukowe, w tym zagraniczne

Nie dotyczy.

13. informacja o konsultacji specjalności***

Nie dotyczy.


................................



……….................................................


Data




podpis Dziekana (ów) /Kierownika (ów) 







podstawowej jednostki organizacyjnej

*Specjalizacja nie jest zatwierdzana przez Senat uczelni

**Dotyczy studiów drugiego stopnia 

***Dotyczy sytuacji w której inna jednostka UW prowadzi taką samą specjalność

ZAŁĄCZNIK  A

Al. Wymagania stawiane kandydatom

Zainteresowanie fizyką materii skondensowanej, fizyką przyrządów półprzewodnikowych, prowadzeniem prac eksperymentalnych oraz spełnienie wymogów punktu A2.

Studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność „Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych” odbywają się w dwóch trybach: standardowym i indywidualnym. Celem Studiów Indywidualnych jest umożliwienie wybitnie zdolnym studentom realizacji programu studiów II stopnia w rozszerzonym zakresie i umożliwienie pracy w grupach badawczych nad zagadnieniami będącymi aktualnymi problemami naukowymi. 

A2. Zasady rekrutacji

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność „Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych” – tryb standardowy:

Warunkiem przyjęcia na specjalność jest przejście procedury rekrutacyjnej ustalonej przez Radę Wydziału oraz zaliczenie I semestru Studiów II stopnia na kierunku fizyka. Zaliczenie warunkowe można uzyskać uzyskując nie mniej niż 25 ECTS, w tym co najmniej jeden blok zajęć na Pracowni fizyczna II stopnia (5 ECTS). Decyzję o przyjęciu na specjalność podejmuje Kierownik Specjalności. Szczegółowe zasady rekrutacji reguluje Uchwała Nr 2 D Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zasad rekrutacji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2010/2011 na studia I stopnia na kierunku: Fizyka; na studia I stopnia na kierunku: Fizyka, studia indywidualne; na studia I stopnia na kierunku: Fizyka, specjalność nauczycielska; na studia II stopnia na kierunku: Fizyka; na studia I stopnia na kierunku: Astronomia; na studia I stopnia na kierunku: Astronomia, studia indywidualne; na studia II stopnia na kierunku: Astronomia; na studia I stopnia na kierunku: Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; na studia I stopnia na kierunku: Makrokierunek, Inżynieria nanostruktur. 

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność „Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych” – tryb indywidualny:

Student ubiegający się o studiowanie w trybie indywidualnym podlegają osobnym zasadom rekrutacji ustalonym przez Radę Wydziału oraz zaliczenie I semestru Studiów II stopnia na kierunku fizyka w trybie indywidualnym. Zaliczenie warunkowe można uzyskać mając nie mniej niż 25 ECTS, w tym co najmniej jeden blok zajęć na Pracowni fizycznej II stopnia (5 ECTS). Do końca I semestru student studiów trybu indywidualnego powinien wybrać specjalizację, opiekuna i temat pracy magisterskiej. W przypadku niespełnienia powyższego warunku od II semestru studiuje w trybie standardowym. Decyzję o przyjęciu na specjalność podejmuje Kierownik Specjalności. Szczegółowe zasady rekrutacji reguluje Uchwała Nr 7 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad rekrutacji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2010/2011 na studia II stopnia na kierunku: Fizyka, studia indywidualne.

A3. Zasady odpłatności

Nie dotyczy. 

A4. Przewidywana liczba studentów/limit przyjęć

Przewidywanych 10 studentów rocznie / limit 30 studentów rocznie.

Uchwała Nr 2 D

Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 19 stycznia 2009 r.

w sprawie zasad rekrutacji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

w roku akademickim 2010/2011

· na studia I stopnia na kierunku: Fizyka,

· na studia I stopnia na kierunku: Fizyka, studia indywidualne,

· na studia I stopnia na kierunku: Fizyka, specjalność nauczycielska,

· na studia II stopnia na kierunku: Fizyka,

· na studia I stopnia na kierunku: Astronomia,

· na studia I stopnia na kierunku: Astronomia, studia indywidualne,

· na studia II stopnia na kierunku: Astronomia,

· na studia I stopnia na kierunku: Zastosowania fizyki w biologii i medycynie,

· na studia I stopnia na kierunku: Makrokierunek, Inżynieria nanostruktur. 

Treść uchwały zawarta jest w załączniku nr 1.

Załacznik 1 (część dotyczaca rekrutacji na Studia II stopnia na kierunku fizyka)

Rekrutacja w 2010 r.

Kierunek studiów: Fizyka

Rodzaj studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 2 lata

Limit miejsc:

• 120 osób w trybie kwalifikacji uwzględniającej wyniki uzyskane podczas studiów,

• 30 osób w trybie kwalifikacji uwzględniającej wyniki egzaminu pisemnego.

Zasady kwalifikacji

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra,

inżyniera lub równoważny.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie

dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona

na punkty zgodnie ze wzorem

100(S-Smin)/(Smax-Smin),

gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia

oceną.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z

przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin

danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.

Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0

dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0

dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0

dla pozostałych: 0,0

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie

dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów

rekrutacyjnych nie mniejszej niż 500 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się

w ramach obowiązującego limitu.

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki, warunkiem

przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 30 oraz

zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu.

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100.

Egzamin obejmuje zakres materiału z fizyki na poziomie studiów pierwszego stopnia.

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)

Limit miejsc: 10 osób

Postępowanie kwalifikacyjne jest takie samo jak dla kandydatów z dyplomem polskim.

UCHWAŁA NR 7

RADY WYDZIAŁU FIZYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 23 marca 2009 r

w sprawie [image: image1.jpg]T

IERSYTET WARSZAWSXL



zasad rekrutacji na Wydziale Fizyki Uniwesytetu Warszawskiego w roku akademickim 2010/2011

- na studia II stopnia na kierunku: Fizyka, studia indywidualne.
Treść uchwały zawarta jest w załączniku.

                                                              Przewodnicząca Rady

                                                               Wydziału Fizyki UW

                                                                       Dziekan

                                                     prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban

Załącznik do uchwały nr 7 z 23 marca 2009 

Kierunek studiów:  Fizyka, studia indywidualne 

Rodzaj studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 2 lata

Limit miejsc: 30

Zasady kwalifikacji

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra,

inżyniera lub równoważny.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki. Egzamin obejmuje zakres

materiału z fizyki na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej

niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego

limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100.

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)

Limit miejsc: 4 osób

Postępowanie kwalifikacyjne jest takie samo jak dla kandydatów z dyplomem polskim.

ZAŁĄCZNIK  B

Bl. Oczekiwane cele kształcenia

Społeczeństwo informacyjne, w którym żyjemy szeroko wykorzystuje osiągnięcia fizyki ciała stałego. Masowo używane są urządzenia wykorzystujące wielorakie właściwości półprzewodników i ich struktur.

Celem specjalności Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych w trybie studiów standardowych jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów, fizyków, potrafiących badać doświadczalnie i interpretować zjawiska fizyczne zachodzące w półprzewodnikach, strukturach półprzewodnikowych i innych układach wykorzystujących elementy wytwarzane na bazie materii skondensowanej, a szczególności rozumiejących fizyczne podstawy funkcjonowania urządzeń wytwarzanych w oparciu o takie materiały. Zdobyta wiedza absolwentów pozwoli im na prowadzenie prac eksperymentalnych, opracowywanie danych doświadczalnych i ich interpretacje w oparciu o zdobytą wiedzę o kwantowej strukturze materii. Absolwenci specjalności zdobędą umiejętności wymagane do prowadzenia pracy badawczo naukowej w ośrodkach akademickich, instytutach naukowych, badawczych ośrodkach przemysłowych, instytutach badawczo-rozwojowych, przemyśle high-tech itp.

Celem specjalności Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych w trybie studiów indywidualnych jest dodatkowo umożliwienie wybitnie zdolnym studentom realizacji programu studiów II stopnia w rozszerzonym zakresie i umożliwienie pracy w grupach badawczych nad zagadnieniami będącymi aktualnymi problemami naukowymi. Pozwoli to na przygotowanie studentów w/w studiów do samodzielnej pracy badawczej m.in. do podjęcia studiów III stopnia z zamiarem rozpoczęcia kariery naukowej, bądź do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości metod rozwiązywania problemów na bardzo wysokim poziomie. Praca magisterska opracowana w tym trybie powinna reprezentować poziom pracy naukowej nadającej się do publikacji.

B2. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych w trybie studiów standardowych posiada poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu fizyki materii skondensowanej. 

Posiada wiedzę dotyczącą kwantowego opisu struktury elektronowej materii skondensowanej. Potrafi interpretować zjawiska fizyczne zachodzące w półprzewodnikach i strukturach (w tym kwantowych) otrzymywanych na ich bazie. Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania doświadczalne służące poznaniu tych zjawisk, a także zinterpretować uzyskane wyniki wykorzystując zawansowane modele fizyczne. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat mechanizmów fizycznych stanowiących podstawę funkcjonowania przyrządów półprzewodnikowych, oraz technologii wytwarzania i strukturyzacji materiałów półprzewodnikowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na definiowanie oraz rozwiązywanie problemów fizycznych – zarówno rutynowych jak i niestandardowych. Potrafi korzystać z literatury oraz prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w: jednostkach badawczych, laboratoriach diagnostycznych i gospodarce. Absolwent ma nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent kończący studia II stopnia o specjalności Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych w trybie studiów indywidualnych będzie dodatkowo przygotowany do samodzielnej pracy badawczej m.in. do podjęcia studiów III stopnia z zamiarem rozpoczęcia kariery naukowej, bądź do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości metod rozwiązywania problemów na bardzo wysokim poziomie. Praca magisterska opracowana w tym trybie powinna reprezentować poziom pracy naukowej nadającej się do publikacji.

B3. Ramowy program studiów zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku i poziomu kształcenia, z uwzględnieniem punktacji ECTS

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność „Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych” – tryb standardowy:

Specjalizacja „Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych”

A. Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5

Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

Łącznie:
90
10

B. Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
60
6

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6

Wybrane aspekty fizyki współczesnej
90
9

Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych z ćwiczeniami
60
5

Fizyka statystyczna ciała stałego z ćwiczeniami
60
5

III Pracownia
45
5

Proseminarium fizyki półprzewodników
30
2,5

Optyczne własności półprzewodników
30
3,5

Pracownia specjalistyczna I
180
20

Seminarium fizyki półprzewodników
60
4

Seminarium fizyki ciała stałego
60
3

Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
30
3,5

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 1)
60
5,5

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA
240
20

Łącznie
1125
104

C. Przedmioty dodatkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
60 (lub więcej)
6

Łącznie:
60 (lub więcej)
6

Lista 1 st. Przedmioty specjalistyczne do wyboru - należy zaliczyć co najmniej 60h i 5 punktów ETCS.

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Wstęp do fizyki magnetyzmu
30
2,5

Optyka instrumentalna
30
2,5

Between magnetism and superconductivity
30
2,5

Diluted Magnetic Semiconductors
30
2,5

Electronic Properties of Solids and Defects
30
2,5

Teoria ciała stałego
60
4

Physics of Bose Einstein Condensates (co dwa lata)
30
2,5

Optics and quantum information (co dwa lata)
45
4

Symetrie w półprzewodnikach
60
5

Specjalizacja „Fizyka przyrządów półprzewodnikowych”

A. Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5

Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

Łącznie:
90
10

B. Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
60
6

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6

Wybrane aspekty fizyki współczesnej
90
9

Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych z ćwiczeniami
60
5

III Pracownia
45
5

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych A
60
5

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych B
30
2,5

Proseminarium fizyki półprzewodników
30
2,5

Technologia i strukturyzacja materiałów półprzewodnikowych
30
2,5

Pracownia specjalistyczna I
180
20

Seminarium fizyki półprzewodników
60
4

Fizyka przyrządów półprzewodnikowych
30
3,5

Seminarium fizyki ciała stałego
30
1,5

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 2)
60
5,5

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA
240
20

Łącznie
1125
104

C. Przedmioty dodatkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
60 (lub więcej)
6

Łącznie:
60 (lub więcej)
6

Lista 2. Przedmioty specjalistyczne do wyboru - należy zaliczyć co najmniej 60h i 6 punktów ETCS.

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Wstęp do fizyki magnetyzmu
30
2,5

Symetrie w półprzewodnikach
30
3

Metody jądrowe fizyki ciała stałego (MJFCS)
30
3

Warsztaty z modelowania komputerowego (IFT prof. J. Majewski)
30
3

Struktura i dynamika sieci fazy skondensowane (MJFCS)j
30
3

Specjalizacja „Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej”

A. Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5

Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

Łącznie:
90
10

B. Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
60
6

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6

Wybrane aspekty fizyki współczesnej
90
9

Fizyka promieni X (blok 1+2+3)
90
9

III Pracownia
45
5

Seminarium i Proseminarium X i MJFCS
60
6

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych A
60
5

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych B
30
2,5

Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
30
3,5

Pracownia specjalistyczna I
180
20

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 3)
60
6

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA
240
20

Łącznie:
1065
104

C. Przedmioty dodatkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSTYTECKIEO
60 (lub więcej)
6

Łącznie:
60 (lub więcej)
6

Lista 3. Przedmioty specjalistyczne do wyboru - należy zaliczyć co najmniej 60h i 5 punktów ETCS.

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Technologia i strukturyzacja materiałów półprzewodnikowych
30
3

Fizyka przyrządów półprzewodnikowych
30
3

Wstęp do fizyki magnetyzmu
30
3

Symetrie w półprzewodnikach
30
3

Metody jadrowe fizyki ciała stałego (MJFCS)
30
3

Warsztaty z modelowania komputerowego (IFT prof. J. Majewski)
30
3

Struktura i dynamika sieci fazy skondensowane (MJFCS)j
30
3

Specjalizacja „Metody synchrotronowe i neutronowe w fizyce materii skondensowanej”

A. Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5

Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego I
90
8

Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego II
120
13

Łącznie:
300
31

B. Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
60
6

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6

Wybrane aspekty fizyki współczesnej
90
9

Struktura i dynamika sieci fazy skondensowanej 
90
9

Metody jądrowe fizyki ciała stałego
60
6

Proseminarium metod jądrowych fizyki ciała stałego I, II i III
90
9

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 4)
120
12

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA
240
20

Łącznie:
870
83

C. Przedmioty dodatkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
60 (lub więcej)
6

Łącznie:
60 (lub więcej)
6

Lista 4. Przedmioty specjalistyczne do wyboru - należy zaliczyć co najmniej 120h i 12 punktów ETCS.

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Seminarium - Teoria i modelowanie nanostruktur (IFT prof. J. Majewski)
30
3

Warsztaty z modelowania komputerowego A

(IFT prof. J. Majewski)
30
3

Środowisko obliczeniowe

MATLAB
30
3

Symetrie w półprzewodnikach
30
3

Wstęp do fizyki magnetyzmu
30
3

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność „Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych” – tryb indywidualny:

Specjalizacja „Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych”

A. Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5

Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

Łącznie:
90
10

B. Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach

lub

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6

Mechanika kwantowa IIA

lub

Mechanika kwantowa IIB
60
6

Fizyka statystyczna RD
90
9

Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych z ćwiczeniami
60
5

Fizyka statystyczna ciała stałego z ćwiczeniami
60
5

III Pracownia
45
5

Proseminarium fizyki półprzewodników
30
2,5

Optyczne własności półprzewodników
30
3,5

Pracownia specjalistyczna I
180
20

Seminarium fizyki półprzewodników
60
4

Seminarium fizyki ciała stałego
60
3

Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
30
3,5

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 1)
60
5,5

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA
240
20

Łącznie
1125
104

C. Przedmioty dodatkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
60 (lub więcej)
6

Łącznie:
60 (lub więcej)
6

Lista 1 ind. Przedmioty specjalistyczne do wyboru - należy zaliczyć co najmniej 60h i 5 punktów ETCS.

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Wstęp do fizyki magnetyzmu
30
2,5

Optyka instrumentalna
30
2,5

Between magnetism and superconductivity
30
2,5

Diluted Magnetic Semiconductors
30
2,5

Electronic Properties of Solids and Defects
30
2,5

Teoria ciała stałego
60
4

Physics of Bose Einstein Condensates (co dwa lata)
30
2,5

Optics and quantum information (co dwa lata)
45
4

Symetrie w półprzewodnikach
60
5

Specjalizacja „Fizyka przyrządów półprzewodnikowych”

A. Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5

Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

Łącznie:
90
10

B. Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach

lub

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6

Mechanika kwantowa IIA

lub

Mechanika kwantowa IIB
60
6

Fizyka statystyczna RD
90
9

Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych z ćwiczeniami
60
5

III Pracownia
45
5

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych A
60
5

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych B
30
2,5

Proseminarium fizyki półprzewodników
30
2,5

Technologia i strukturyzacja materiałów półprzewodnikowych
30
2,5

Pracownia specjalistyczna I
180
20

Seminarium fizyki półprzewodników
60
4

Fizyka przyrządów półprzewodnikowych
30
3,5

Seminarium fizyki ciała stałego
30
1,5

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 2)
60
5,5

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA
240
20

Łącznie
1125
104

C. Przedmioty dodatkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
60 (lub więcej)
6

Łącznie:
60 (lub więcej)
6

Lista 2. Przedmioty specjalistyczne do wyboru - należy zaliczyć co najmniej 60h i 6 punktów ETCS.

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Wstęp do fizyki magnetyzmu
30
2,5

Symetrie w półprzewodnikach
30
3

Metody jadrowe fizyki ciała stałego (MJFCS)
30
3

Warsztaty z modelowania komputerowego (IFT prof. J. Majewski)
30
3

Struktura i dynamika sieci fazy skondensowane (MJFCS)j
30
3

Specjalizacja „Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej”

A. Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5

Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

Łącznie:
90
10

B. Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach

lub

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6

Mechanika kwantowa IIA

lub

Mechanika kwantowa IIB
60
6

Fizyka statystyczna RD
90
9

Fizyka promieni X (blok 1+2+3)
90
9

III Pracownia
45
5

Seminarium i Proseminarium X i MJFCS
60
6

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych A
60
5

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych B
30
2,5

Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
30
3,5

Pracownia specjalistyczna I
180
20

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 3)
60
6

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA
240
20

Łącznie:
1065
104

C. Przedmioty dodatkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSTYTECKIEO
60 (lub więcej)
6

Łącznie:
60 (lub więcej)
6

Lista 3. Przedmioty specjalistyczne do wyboru - należy zaliczyć co najmniej 60h i 5 punktów ETCS.

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Technologia i strukturyzacja materiałów półprzewodnikowych
30
3

Fizyka przyrządów półprzewodnikowych
30
3

Wstęp do fizyki magnetyzmu
30
3

Symetrie w półprzewodnikach
30
3

Metody jadrowe fizyki ciała stałego (MJFCS)
30
3

Warsztaty z modelowania komputerowego (IFT prof. J. Majewski)
30
3

Struktura i dynamika sieci fazy skondensowane (MJFCS)j
30
3

Specjalizacja „Metody synchrotronowe i neutronowe w fizyce materii skondensowanej”

A. Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5

Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego I
90
8

Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego II
120
13

Łącznie:
300
31

B. Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach

lub

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6

Mechanika kwantowa IIA

lub

Mechanika kwantowa IIB
60
6

Fizyka statystyczna RD
90
9

Struktura i dynamika sieci fazy skondensowanej 
90
9

Metody jądrowe fizyki ciała stałego
60
6

Proseminarium metod jądrowych fizyki ciała stałego I, II i III
90
9

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 1)
120
12

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA
240
20

Łącznie:
870
83

C. Przedmioty dodatkowe

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
60 (lub więcej)
6

Łącznie:
60 (lub więcej)
6

Lista 4. Przedmioty specjalistyczne do wyboru - należy zaliczyć co najmniej 120h i 12 punktów ETCS.

Nazwa przedmiotu
liczba godzin
liczba punktów ECTS

Seminarium - Teoria i modelowanie nanostruktur (IFT prof. J. Majewski)
30
3

Warsztaty z modelowania komputerowego A

(IFT prof. J. Majewski)
30
3

Środowisko obliczeniowe

MATLAB
30
3

Symetrie w półprzewodnikach
30
3

Wstęp do fizyki magnetyzmu
30
3

B4. Szczegółowy plan studiów zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku i poziomu kształcenia, z uwzględnieniem punktacji ECTS

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność „Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych” – tryb standardowy:

Specjalizacja „Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych”

Semestr I

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Pracownia fizyczna II stopnia A

45

5
zaliczenie na ocenę

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
30
30

6
egzamin

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
30
30

6
egzamin

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
30
30

6
egzamin

Wybrane aspekty fizyki współczesnej
45
45

9
egzamin

Łączna liczba godzin: 315

Łączna liczba punktów ECTS: 32

Semestr II

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Pracownia fizyczna II stopnia B

45

5
zaliczenie na ocenę

Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych z ćwiczeniami 
30
30

5
egzamin

Fizyka statystyczna ciała stałego z ćwiczeniami
30
30

5
egzamin

III Pracownia 

45

5
zaliczenie na ocenę

Proseminarium fizyki półprzewodników 


30
2,5
zaliczenie na ocenę

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 1)
30


2,5
egzamin 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSTYTECKIE
30


3
egzamin lub zaliczenie na ocenę

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 28

Semestr III

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa-torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Pracownia specjalistyczna I

180

20
zaliczenie na ocenę

Seminarium fizyki półprzewodników


30
2
zaliczenie na ocenę

Seminarium fizyki ciała stałego


30
1,5
zaliczenie na ocenę

Optyczne własności półprzewodników
30


3,5
egzamin

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 2)
30


3
egzamin 

Łączna liczba godzin: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 30

Semestr IV

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
30


3,5
egzamin

Seminarium fizyki półprzewodników


30
2
zaliczenie na ocenę

Seminarium fizyki ciała stałego


30
1,5
zaliczenie na ocenę

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSTYTECKIE
30


3
egzamin lub zaliczenie na ocenę

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA

240

20
zaliczenie

Łączna liczba godzin: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 30

Specjalizacja „Fizyka przyrządów półprzewodnikowych”

Semestr I

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Pracownia fizyczna II stopnia A

45

5
zaliczenie na ocenę

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
30
30

6
egzamin

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
30
30

6
egzamin

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
30
30

6
egzamin

Wybrane aspekty fizyki współczesnej
45
45

9
egzamin

Łączna liczba godzin: 315

Łączna liczba punktów ECTS: 32

Semestr II

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Pracownia fizyczna II stopnia B

45

5
zaliczenie na ocenę

Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych z ćwiczeniami
30
30

5
egzamin

III Pracownia

45

5
zaliczenie na ocenę

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych A

60

5
zaliczenie na ocenę

Proseminarium fizyki półprzewodników


30
2,5
zaliczenie na ocenę

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 2)
30


2,5
egzamin

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
30


3
egzamin lub zaliczenie na ocenę

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 28

Semestr III

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Technologia i strukturyzacja materiałów półprzewodnikowych
30


2,5
egzamin

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych B

30

2,5
zaliczenie na ocenę

Pracownia specjalistyczna I

180

20
zaliczenie na ocenę

Seminarium fizyki półprzewodników


30
2
zaliczenie na ocenę

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 2)
30


3
egzamin 

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 30

Semestr IV

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Fizyka przyrządów półprzewodniko-wych
30


3,5
egzamin

Seminarium fizyki półprzewodników


30
2
zaliczenie na ocenę

Seminarium fizyki ciała stałego


30
1,5
zaliczenie na ocenę

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
30


3
egzamin lub zaliczenie na ocenę

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA

240

20
zaliczenie

Łączna liczba godzin: 360

Łączna liczba punktów ECTS: 30

Specjalizacja „Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej”

Semestr I

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Pracownia fizyczna II stopnia A

45

5
zaliczenie na ocenę

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
30
30

6
egzamin

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
30
30

6
egzamin

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
30
30

6
egzamin

Wybrane aspekty fizyki współczesnej
45
45

9
egzamin

Łączna liczba godzin: 315

Łączna liczba punktów ECTS: 32

Semestr II

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa-torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Pracownia fizyczna II stopnia B

45

5
zaliczenie na ocenę

III Pracownia

45

5
zaliczenie na ocenę

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych A

60

5
zaliczenie na ocenę

Pracownia przyrządów półprzewodnikowych B

30

2,5
zaliczenie na ocenę

Fizyka promieni X-1
30


4,5
egzamin

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 3)
30


3
egzamin

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
30


3
egzamin lub zaliczenie na ocenę

Łączna liczba godzin: 270

Łączna liczba punktów ECTS: 28

Semestr III

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Fizyka promieni X-2
30


2,5
egzamin

Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
30


3,5
egzamin

Pracownia specjalistyczna I

180

20
zaliczenie na ocenę

Seminarium i Proseminarium X i MJFCS


30
3
zaliczenie na ocenę

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 3)
30


3
egzamin

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 32

Semestr IV

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Seminarium i Proseminarium X i MJFCS


30
3
zaliczenie na ocenę

Fizyka promieni X-3
30


2
zaliczenie na ocenę

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
30


3
egzamin lub zaliczenie na ocenę

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym PRACA MAGISTERSKA

240

20
zaliczenie

Łączna liczba godzin: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 28

Specjalizacja „Metody synchrotronowe i neutronowe w fizyce materii skondensowanej”

Semestr I

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Pracownia fizyczna II stopnia A

45

5
zaliczenie na ocenę

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
30
30

6
egzamin

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
30
30

6
egzamin

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
30
30

6
egzamin

Wybrane aspekty fizyki współczesnej
45
45

9
egzamin

Łączna liczba godzin: 315

Łączna liczba punktów ECTS: 32

Semestr II

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Pracownia fizyczna II stopnia B

45

5
zaliczenie na ocenę

Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego I

90

8
zaliczenie na ocenę

Struktura i dynamika sieci fazy skondensowanej I
30


3
egzamin

Proseminarium metod jądrowych fizyki ciała stałego I


30
3
zaliczenie na cenę

Przedmioty specjalistyczne do wyboru (Lista 1)
30
30

6
egzamin

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
30


3
egzamin lub zaliczenie na ocenę

Łączna liczba godzin: 285

Łączna liczba punktów ECTS: 28

Semestr III

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Struktura i dynamika sieci fazy skondensowanej II
30
30

6
egzamin

Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego II

120

13
zaliczenie na ocenę

Przedmioty  specjalistyczne do wyboru (Lista 1)
30
30

6
zaliczenie na ocenę

Proseminarium metod jądrowych fizyki ciała stałego II


30
3
zaliczenie na ocenę

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
30


3
egzamin lub zaliczenie na ocenę

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 31

Semestr IV

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa- torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Metody jądrowe fizyki ciała stałego
30
30

6
egzamin

Proseminarium metod jądrowych fizyki ciała stałego II


30
3
zaliczenie na ocenę

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA II w tym  PRACA MAGISTERSKA

240

20
zaliczenie

Łączna liczba godzin: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 29

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność „Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych” – tryb indywidualny:

Program studiów II stopnia w trybie indywidualnym różni się od studiów II stopnia w trybie standardowym tylko I semestrem, plan studiów w czasie II, III i IV semestru jest wspólny dla studiów odbywanych w trybie standardowym i indywidualnym.

Semestr I

Nazwa przedmiotu
wykład
ćwiczenia
konwersa-torium
punkty ECTS
forma zaliczenia

Pracownia fizyczna II stopnia A

45

5
zaliczenie na ocenę

Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
30
30

6
egzamin

Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach 

lub

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
30
30

6
egzamin

Mechanika kwantowa IIA

lub

Mechanika kwantowa IIB
30
30

6
egzamin

Fizyka statystyczna RD
45
45

9
egzamin

Łączna liczba godzin: 315

Łączna liczba punktów ECTS: 32

2. Porównanie standardów kształcenia MNiSW z programem kierunku studiów „Fizyka”, specjalność „Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych”

Standardy kształcenia dla kierunku studiów „Fizyka” (zał. do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. nr 34).

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność „Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych” – tryb standardowy:

Specjalizacja „Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych”

Ramowe treści kształcenia

GRUPA TREŚCI
MNiSW
WYDZIAŁ


godziny
ECTS
godziny
ECTS

A. Podstawowych
90
10
90
10

B. Kierunkowych
240
27
450 (lub więcej)
44 (lub więcej)

RAZEM
330
37
540 (lub więcej)
54 (lub więcej)

MNiSW
WYDZIAŁ

A. Grupa treści podstawowych. Treści kształcenia w zakresie:
Godziny

90
ECTS

10
A. Treści zawarte w przedmiocie
Godziny

90
ECTS

10

1. laboratorium fizycznego
90
10
1. Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5




2. Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

B. Grupa treści kierunkowych. Treści kształcenia w zakresie:
240
27
B. Treści zawarte w przedmiocie.
450 (lub więcej)
44 (lub więcej)

1. fizyki teoretycznej


1. Wybrane aspekty fizyki współczesnej (Blok I i III)
60
6




2. Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
30
3,5




3. Fizyka statystyczna ciała stałego
60
5

2. fizyki fazy skondensowanej


1. Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6




2. Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
60
6




3. Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6




4. Optyczne własności półprzewodników
30
3,5




5. Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych
60
5

3. fizyki kwantowej


1. Wybrane aspekty fizyki współczesnej (Blok II)
30
3

Specjalizacja „Fizyka przyrządów półprzewodnikowych”

Ramowe treści kształcenia

GRUPA TREŚCI
MNiSW
WYDZIAŁ


godziny
ECTS
godziny
ECTS

A. Podstawowych
90
10
90
10

B. Kierunkowych
240
27
360 (lub więcej)
35 (lub więcej)

RAZEM
330
37
450 (lub więcej)
45 (lub więcej)

MNiSW
WYDZIAŁ

A. Grupa treści podstawowych. Treści kształcenia w zakresie:
Godziny

90
ECTS

10
A. Treści zawarte w przedmiocie
Godziny

90
ECTS

10

1. laboratorium fizycznego
90
10
1. Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5




2. Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

B. Grupa treści kierunkowych. Treści kształcenia w zakresie:
240
27
B. Treści zawarte w przedmiocie.
360 (lub więcej)
35 (lub więcej)

1. fizyki teoretycznej


1. Wybrane aspekty fizyki współczesnej (Blok I i III)
60
6




2. Fizyka przyrządów półprzewodnikowych
30
3

2. fizyki fazy skondensowanej


1. Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6




2. Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
60
6




3. Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6




4. Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych
60
5

3. fizyki kwantowej


1. Wybrane aspekty fizyki współczesnej (Blok II)
30
3

Specjalizacja „Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej” 

Ramowe treści kształcenia

GRUPA TREŚCI
MNiSW
WYDZIAŁ


godziny
ECTS
godziny
ECTS

A. Podstawowych
90
10
90
10

B. Kierunkowych
240
27
390 (lub więcej)
40,5 (lub więcej)

RAZEM
330
37
480 (lub więcej)
50,5 (lub więcej)

MNiSW
WYDZIAŁ

A. Grupa treści podstawowych. Treści kształcenia w zakresie:
Godziny

90
ECTS

10
A. Treści zawarte w przedmiocie
Godziny

90
ECTS

10

1. laboratorium fizycznego
90
10
1. Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5




2. Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

B. Grupa treści kierunkowych. Treści kształcenia w zakresie:
240
27
B. Treści zawarte w przedmiocie.
390 (lub więcej)
39,5 (lub więcej)

1. fizyki teoretycznej


1. Wybrane aspekty fizyki współczesnej (Blok I i III)
60
6




2. Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
30
3,5

2. fizyki fazy skondensowanej


1. Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6




2. Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
60
6




3. Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6

3. fizyki kwantowej


1. Wybrane aspekty fizyki współczesnej (Blok II)
30
3




2. Fizyka promieni X
90
9

Specjalizacja „Metody synchrotronowe i neutronowe w fizyce materii skondensowanej”

Ramowe treści kształcenia

GRUPA TREŚCI
MNiSW
WYDZIAŁ


godziny
ECTS
godziny
ECTS

A. Podstawowych
90
10
300
31

B. Kierunkowych
240
27
420
42

RAZEM
330
37
720
73

MNiSW
WYDZIAŁ

A. Grupa treści podstawowych. Treści kształcenia w zakresie:
Godziny

90
ECTS

10
A. Treści zawarte w przedmiocie
Godziny

300
ECTS

31

1. laboratorium fizycznego
90
10
1. Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5




2. Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5




3. Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego I
90
8




4. Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego I
120
13

B. Grupa treści kierunkowych. Treści kształcenia w zakresie:
240
27
B. Treści zawarte w przedmiocie.
420
42

1. fizyki teoretycznej


1. Wybrane aspekty fizyki współczesnej (Blok I i III)
60
6

2. fizyki fazy skondensowanej


1. Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6




2. Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach
60
6




3. Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6




4. Struktura i dynamika sieci fazy skondensowanej I i II
90
9




5. Metody jądrowe fizyki ciała stałego
60
6

3. fizyki kwantowej


1. Wybrane aspekty fizyki współczesnej (Blok II)
30
3

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność „Fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych” – tryb indywidualny:

Specjalizacja „Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych”

Ramowe treści kształcenia

GRUPA TREŚCI
MNiSW
WYDZIAŁ


godziny
ECTS
godziny
ECTS

A. Podstawowych
90
10
90
10

B. Kierunkowych
240
27
450 (lub więcej)
44 (lub więcej)

RAZEM
330
37
540 (lub więcej)
54 (lub więcej)

MNiSW
WYDZIAŁ

A. Grupa treści podstawowych. Treści kształcenia w zakresie:
Godziny

90
ECTS

10
A. Treści zawarte w przedmiocie
Godziny

90
ECTS

10

1. laboratorium fizycznego
90
10
1. Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5




2. Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

B. Grupa treści kierunkowych. Treści kształcenia w zakresie:
240
27
B. Treści zawarte w przedmiocie.
450 (lub więcej)
44 (lub więcej)

1. fizyki teoretycznej


1. Fizyka statystyczna RD
90
9




2. Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
30
3,5




3. Fizyka statystyczna ciała stałego
60
5

2. fizyki fazy skondensowanej


1. Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6




2. Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach 

lub

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6




3. Optyczne własności półprzewodników
30
3,5




4. Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych
60
5

3. fizyki kwantowej


1. Mechanika kwantowa IIA 

lub

Mechanika kwantowa IIB
60
6

Specjalizacja „Fizyka przyrządów półprzewodnikowych”

Ramowe treści kształcenia

GRUPA TREŚCI
MNiSW
WYDZIAŁ


godziny
ECTS
godziny
ECTS

A. Podstawowych
90
10
90
10

B. Kierunkowych
240
27
360 (lub więcej)
35 (lub więcej)

RAZEM
330
37
450 (lub więcej)
45 (lub więcej)

MNiSW
WYDZIAŁ

A. Grupa treści podstawowych. Treści kształcenia w zakresie:
Godziny

90
ECTS

10
A. Treści zawarte w przedmiocie
Godziny

90
ECTS

10

1. laboratorium fizycznego
90
10
1. Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5




2. Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

B. Grupa treści kierunkowych. Treści kształcenia w zakresie:
240
27
B. Treści zawarte w przedmiocie.
360 (lub więcej)
35 (lub więcej)

1. fizyki teoretycznej


1. Fizyka statystyczna RD
90
9




2. Fizyka przyrządów półprzewodnikowych
30
3

2. fizyki fazy skondensowanej


1. Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6




2. Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach 

lub

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6




3. Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych



3. fizyki kwantowej


1. Mechanika kwantowa IIA 

lub

Mechanika kwantowa IIB
60
6

Specjalizacja „Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej” 

Ramowe treści kształcenia

GRUPA TREŚCI
MNiSW
WYDZIAŁ


godziny
ECTS
godziny
ECTS

A. Podstawowych
90
10
90
10

B. Kierunkowych
240
27
390 (lub więcej)
40,5 (lub więcej)

RAZEM
330
37
480 (lub więcej)
50,5 (lub więcej)

MNiSW
WYDZIAŁ

A. Grupa treści podstawowych. Treści kształcenia w zakresie:
Godziny

90
ECTS

10
A. Treści zawarte w przedmiocie
Godziny

90
ECTS

10

1. laboratorium fizycznego
90
10
1. Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5




2. Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5

B. Grupa treści kierunkowych. Treści kształcenia w zakresie:
240
27
B. Treści zawarte w przedmiocie.
390 (lub więcej)
39,5 (lub więcej)

1. fizyki teoretycznej


1. Fizyka statystyczna RD
90
9




2. Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
30
3,5

2. fizyki fazy skondensowanej


1. Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6




2. Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach 

lub

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6

3. fizyki kwantowej


1. Mechanika kwantowa IIA 

lub

Mechanika kwantowa IIB
60
6




2. Fizyka promieni X
90
9

Specjalizacja „Metody synchrotronowe i neutronowe w fizyce materii skondensowanej”

Ramowe treści kształcenia

GRUPA TREŚCI
MNiSW
WYDZIAŁ


godziny
ECTS
godziny
ECTS

A. Podstawowych
90
10
300
31

B. Kierunkowych
240
27
420
42

RAZEM
330
37
720
73

MNiSW
WYDZIAŁ

A. Grupa treści podstawowych. Treści kształcenia w zakresie:
Godziny

90
ECTS

10
A. Treści zawarte w przedmiocie
Godziny

300
ECTS

31

1. laboratorium fizycznego
90
10
1. Pracownia fizyczna II stopnia A
45
5




2. Pracownia fizyczna II stopnia B
45
5




3. Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego I
90
8




4. Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego I
120
13

B. Grupa treści kierunkowych. Treści kształcenia w zakresie:
240
27
B. Treści zawarte w przedmiocie.
420
42

1. fizyki teoretycznej


1. Fizyka statystyczna RD
90
9

2. fizyki fazy skondensowanej


1. Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki
60
6




2. Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach 

lub

Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego
60
6




3. Struktura i dynamika sieci fazy skondensowanej I i II
90
9




4. Metody jądrowe fizyki ciała stałego
60
6

3. fizyki kwantowej


1. Mechanika kwantowa IIA 

lub

Mechanika kwantowa IIB
60
6

B5. Programy nauczania przedmiotów objętych planem studiów (sylabusy): 

A. Przedmioty podstawowe

Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna II stopnia A 

Treści kształcenia: Konstrukcje aparaturowe i zestawy pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej i współczesnej. Komputerowe metody wspomagania eksperymentu. Zaawansowane metody analizy danych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: planowania złożonych eksperymentów fizycznych z uwzględnieniem różnych metod pomiarowych; obsługi złożonych układów pomiarowych z wykorzystaniem narządzi elektronicznych i informatycznych; precyzyjnego przeprowadzania pomiarów i analizy danych; prezentacji oraz interpretacji wyników pomiarów.

Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna II stopnia B

Treści kształcenia: Konstrukcje aparaturowe i zestawy pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej i współczesnej. Komputerowe metody wspomagania eksperymentu. Zaawansowane metody analizy danych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: planowania złożonych eksperymentów fizycznych z uwzględnieniem różnych metod pomiarowych; obsługi złożonych układów pomiarowych z wykorzystaniem narządzi elektronicznych i informatycznych; precyzyjnego przeprowadzania pomiarów i analizy danych; prezentacji oraz interpretacji wyników pomiarów.

Nazwa przedmiotu: Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego I i II

Treści kształcenia: W ramach Pracowni specjalistycznej student wykonuje zadanie badawcze o charakterze eksperymentalnym, zwykle stanowiące wstęp do pracy dyplomowej. W zadaniu wykorzystywane są metody rozpraszania promieniowania rentgenowskiego i/lub rozpraszania neutronów termicznych. Celem pracowni jest zapoznanie się z metodologią pracy eksperymentalnej oraz przeprowadzenie wstępnych pomiarów umożliwiających właściwe zaplanowanie ostatecznej tematyki przyszłej pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Zapoznanie się z zaawansowanymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach struktury materii skondensowanej. Umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu oraz analizy uzyskanych wyników

B.
Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu: Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki 

Treści kształcenia: Struktura materii skondensowanej, atom, cząsteczka, ciało stałe. Stany skupienia. Przemiany fazowe; wzrost kryształów. Samoorganizacja materii skondensowanej; Bliskie uporządkowanie- dalekie uporządkowanie. Elementy krystalografii. Symetria, własności termiczne sieci krystalicznej. Elementy opisu struktury pasmowej kryształów. Dielektryki. Magnetyki. Metale. Półprzewodniki. Nadprzewodnictwo. Nadciekłość. Fizyka powierzchni i międzypowierzchni. Metody doświadczalne fizyki faz skondensowanych: metody dyfrakcyjne i spektroskopowe z wykorzystaniem promieni X i neutronów, badania mikroskopowe struktury objętościowej i powierzchni, źródła światła, metody charakteryzacji promieniowania elektromagnetycznego, metody optyczne badania materii skondensowanej, badania spektroskopowe nanoobjektów, metody transportowe badania zjawisk kwantowych w strukturach o obniżonej wymiarowości, metody badań własności magnetycznych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: umiejętność opisu właściwości i procesów dokonujących się w fazach skondensowanych; rozumienia zjawisk fizycznych w fazach skondensowanych, umiejętność korzystania z różnych technik eksperymentalnych w badaniach fazy skondensowanej i optyce.

Nazwa przedmiotu: Badanie budowy materii i oddziaływań fundamentalnych we współczesnych eksperymentach 

Treści kształcenia: Materia (kwarki, leptony) i pola (gluony, fotony, bozony Z0 i W), siły jądrowe, Oddziaływanie cząstek naładowanych i fotonów z materią, Akceleratory, Detektory, Wiązki, Możliwości doświadczania, Podstawy doświadczalne Modelu Standardowego, Model Standardowy, Perspektywy badawcze – Large Hadron Collider (LHC), Facility for Antiprotons and Ion Research (FAIR), Tokai to Kamioka (T2K), Doświadczenia nieakceleratorowe, Fazy materii jądrowej, Egzotyczne rozpady, Reakcje jądrowe, Związek pomiędzy współczesnym eksperymentem a zastosowaniami w przemyśle i medycynie.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Znajomość podstaw budowy materii, znajomość eksperymentalnych metod fizyki jądrowej i fizyki wysokich energii, umiejętność czynnego udziału w planowaniu eksperymentu w fizyce subatomowej, umiejętność określenia stosowalności określonych modeli i teorii do zagadnień fizycznych, umiejętność określenia właściwych metod doświadczalnych do weryfikacji teorii i modeli fizycznych, zapewnienie podstaw do kompetentnej dyskusji na temat zastosowania fizyki subatomowej w przemyśle i medycynie.

Nazwa przedmiotu: Doświadczalne metody fizyki biologicznej, medycznej i środowiska naturalnego 

Treści kształcenia: Podstawowe wiadomości o budowie Ziemi, biosferze, komórkach organizmu żywego oraz anatomii i fizjologii. Biologia, medycyna i nauki o Ziemi jako obszary zainteresowania fizyki. Wybrane problemy fizyczne w biologii, medycynie i naukach o Ziemi. Promieniowanie elektromagnetyczne (promienie X, UV, VIS, IR, fale radiowe) i fale mechaniczne (ultradźwięki, fale sejsmiczne) jako narzędzia badania (spektroskopie: UV-VIS, IR, Ramana, NMR, EPR, ultradźwiękowa, dyfrakcja promieni X; metody obrazowania: tomografia komputerowa, optyczna i sejsmiczna, MRI, fMRI, EEG, MEG, ultrasonografia, georadar; detekcja na odległość: lidar, radar, sodar, teledetekcja pasywna) struktury materii ożywionej, biosfery, litosfery i atmosfery oraz procesów w nich zachodzących, w szerokich skalach czasowych (od femtosekund do miliardów lat) i przestrzennych (od angstromów do rozmiarów całej Ziemi i większych). Podstawy teoretycznej analizy omawianych eksperymentów/pomiarów (sformułowanie problemu odwrotnego, budowanie modelu badanego zjawiska/procesu/obiektu).

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: poznanie szerokiej gamy możliwości stosowania nowoczesnych metod badawczych fizyki doświadczalnej w dziedzinach spoza fizyki, zarówno o charakterze nauk podstawowych, takich jak biologia i nauki o Ziemi, jak i tych o znaczeniu praktycznym, związanych z biotechnologią, medycyną i ochroną środowiska; przygotowanie do samodzielnego dostrzegania i analizowania problemów w dziedzinach spoza fizyki jako zagadnień dla fizyki i umiejętność stosowania metod fizyki doświadczalnej do rozwiązywania tych problemów, poprzez dobór właściwej doświadczalnej metody badawczej i zastosowanie odpowiedniego modelu teoretycznego. 

Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty fizyki współczesnej 

Treści kształcenia:

Blok I: Elementy współczesnej fizyki klasycznej

Czasoprzestrzeń Galileusza i Minkowskiego szczególnej teorii względności. Kinematyka i dynamika punktów materialnych i brył sztywnych. Więzy, zasada d'Alemberta, równania Lagrange'a. Zasady wariacyjne i prawa zachowania. Twierdzenie Noether. Przestrzeń fazowa, równania Hamiltona. Niezmienniki przekształceń kanonicznych, całki ruchu. Stabilność trajektorii fazowych. Elementy teorii chaosu. Elementy dynamiki relatywistycznej. Elementy mechaniki sprężystych ośrodków rozciągłych. 

Blok II: Elementy współczesnej fizyki kwantowej

Układy wielu cząstek. Symetria funkcji falowej. Rachunek zaburzeń - zależny i niezależny od czasu. Teoria rozpraszania - przybliżenie Borna, przesunięcia fazowe, całki po trajektoriach - równoważność podejścia Schrödingera, Heisenberga i Feynmana. Równanie Diraca. Relatywistyczna mechanika kwantowa. 

Blok III: Elementy współczesnej fizyki statystycznej

Elementy klasycznej mechaniki statystycznej. Elementy kwantowej mechaniki statystycznej. Zastosowania klasycznej i kwantowej mechaniki statystycznej w termodynamice i fizyce fazy skondensowanej. Statystyki Fermiego i Bosego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Wykład jest adresowany głownie do studentów chcących specjalizować się w fizyce eksperymentalnej. Celem wykładu jest: wykształcenie intuicji fizycznej związanej z rozumieniem zjawisk i procesów makro i mikroświata; zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami matematycznymi stosowanymi we współczesnej fizyce teoretycznej, oraz nauczenie wykorzystywania formalizmów matematycznych fizyki klasycznej, kwantowej i statystycznej do opisu zjawisk i procesów w makro i mikroświecie.

Nazwa przedmiotu: Mechanika kwantowa IIA (tryb indywidualny)

Treści kształcenia: Układy wielu cząstek. Symetria funkcji falowej. Równanie Diraca. Relatywistyczna mechanika kwantowa. Formalizm kanoniczny i kwantowanie pól. Symetrie i prawa zachowania. Kwantowanie pól Diraca i elektromagnetycznego. Elektrodynamika kwantowa. Teoria rozpraszania -przybliżenie Borna, przesunięcia fazowe, całki po trajektoriach - równoważność podejścia Schrodingera, Heisenberga i Feynmana. Macierz S, przekroje czynne, czasy życia. Rachunek zaburzeń - zależny i niezależny od czasu. Reguły Feynmana. Renormalizacja.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Wykład jest adresowany głównie do studentów chcących specjalizować się w fizyce teoretycznej. Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z formalizmem matematycznym relatywistycznej teorii kwantów i kwantowej teorii pola, oraz nauczenie wykorzystywania tych metod do opisu zjawisk w mikroświecie.

Nazwa przedmiotu: Mechanika kwantowa IIB (tryb indywidualny)

Treści kształcenia: Układy wielu cząstek. Związek spinu ze statystyką: bozony i fermiony. Symetria funkcji falowej układu nierozróżnialnych cząstek. Formalizm drugiej kwantyzacji - operatory kreacji i anihilacji. Przestrzeń Focka. Rachunek zaburzeń - zależny i niezależny od czasu. Teoria rozpraszania - przybliżenie Borna, przesunięcia fazowe, całki po trajektoriach - równoważność podejścia Schrodingera, Heisenberga i Feynmana. Ewolucja czasowa układu wielu ciał. Metody Hartree i Hartree-Focka. Metoda funkcjonału gęstości. Korelacje. Metody wychodzące poza przybliżenie pola średniego. Podstawy teorii informacji kwantowej. Komputery kwantowe. Relatywistyczna mechanika kwantowa. Równania Diraca i Kleina-Gordona.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Wykład jest adresowany głównie do studentów chcących specjalizować się w fizyce teoretycznej. Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z formalizmem służącym do kwantowego opisu układów wielu ciał, oraz nauczenie praktycznego wykorzystywania tych metod do opisu układów wielociałowych od jąder atomowych, atomów, poprzez układy mezoskopowe po fazę skondensowaną.

Nazwa przedmiotu: Fizyka statystyczna RD (tryb indywidualny)

Treści kształcenia: Elementy termodynamiki fenomenologicznej: pojęcia podstawowe, zasady termodynamiki, entropia i potencjały termodynamiczne, warunki równowagi i lokalnej stabilności, przemiany fazowe, zjawiska krytyczne, napięcie powierzchniowe. Podstawy mechaniki statystycznej: makro- i mikrostany, funkcje rozkładu, rozkład mikrokanoniczny, wzór Boltzmana, rozkłady Gibbsa, potencjały termodynamiczne, zasada ekwipartycji i twierdzenie o wiriale, fluktuacje. Kwantowa mechanika statystyczna: operator gęstości (stany czyste i mieszane), kwantowe rozkłady Gibbsa, entropia, reprezentacja liczby obsadzeń, twierdzenie Nernsta. Zastosowania klasycznej i kwantowej mechaniki statystycznej: własności gazów doskonałych, statystyki Bosego-Einsteina i Fermiego-Diraca, promieniowanie ciała doskonale czarnego, kondensacja Bosego-Einsteina, zdegenerowany gaz fermionów (gaz elektronowy, jądro atomowe, białe karły), przemiana paramagnetyk - ferromagnetyk w przybliżeniu pola średniego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Wykład jest adresowany głównie do studentów chcących specjalizować się w fizyce doświadczalnej. Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami współczesnej mechaniki statystycznej, wykształcenie intuicji fizycznej pomagającej w zrozumieniu zjawisk i problemów opisywanych metodami fizyki statystycznej, oraz umiejętności sprawnego posługiwania się formalizmem teorii.

Nazwa przedmiotu: Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych

Treści kształcenia: Materia skondensowana, kryształy, ciała amorficzne. Metale, izolatory, półprzewodniki. Relacje dyspersyjne, struktura pasmowa. Przybliżenie masy efektywnej. Własności dynamiczne swobodnych nośników. Dynamika sieci krystalicznej, pojęcie fononów akustycznych i fononów optycznych. Relacje dyspersyjne fononów. Półprzewodniki; domieszki w półprzewodnikach, transport nośników prądu; dyfuzyjny i balistyczny. transport w polu magnetycznym. Efekty kwantowe w transporcie: tunelowanie, efekty fazowe, kwantyzacja Landauowska. Struktury o obniżonej wymiarowości; półprzewodnikowe studnie, druty i kropki kwantowe, zjawiska kwantowe w strukturach półprzewodnikowych o obniżonej wymiarowości, kwantowy efekt Halla.

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Umiejętność użycia mechaniki kwantowej do opisu ciał stałych. Zrozumienie podstawowych pojęć opisu materii skondensowanej i zjawisk fizycznych w niej zachodzących, ze szczególnym uwzględnieniem metali, izolatorów, półprzewodników. 

Nazwa przedmiotu: Optyczne własności półprzewodników

Treści kształcenia: Transmisja i absorpcja optyczna, odbicie światła, luminescencja, rozpraszanie światła, zespolony współczynnik załamania, współczynnik absorpcji, współczynnik odbicia, współczynnik ekstynkcji, zastosowanie równań Maxwella do opisu propagacji fal w materii skondensowanej. Dynamiczna funkcja dielektryczna, zjawiska optyczne związane ze swobodnymi nośnikami, plazmonami, drganiami sieci. Polariton fononowy, oddziaływanie elektron-fonon, mody sprzężone plazmon-fonon. Opis kwantowy zjawisk optycznych, koncepcja siły oscylatora. Przejścia międzypasmowe, osobliwości van Hoove. Podstawowa krawędź absorpcji, krawędź Eliota, krawędź Urbacha, efekt Burstina-Mossa. Relacje Kramersa-Kroniga, elipsometria. Model wodoropodobny w ciele stałym, ekscytony swobodne, polariton ekscytonowy, ekscytony związane, widma, emisyjne par donor-akceptor, spektroskopia stanów domieszkowych. Zewnętrzne pole magnetyczne oraz ciśnienia osiowe i hydrostatyczne w zastosowaniu do badań optycznych półprzewodników. Techniki modulacyjne, fotoodbicie, elektroodbicie, elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR). Elastyczne i nieelastyczne rozpraszania światła, efekt Ramana. Podstawowe własności optyczne nanoobiektów półprzewodnikowych (studnie kwantowe, druty kwantowe, kropki kwantowe) i metamateriałów. 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą zjawisk optycznych w półprzewodnikach i nanostrukturach półprzewodnikowych. Opanowanie przez studentów podstaw klasycznego i kwantowego opisu zjawisk optycznych w półprzewodnikach uwzględniających strukturę pasmową, drgania sieci krystalicznej, obecność swobodnych nośników oraz domieszek. Poznanie współczesnych metod optycznych znajdujących zastosowanie nie tylko w fizyce, ale również w innych naukach przyrodniczych (chemia biologia), zarówno w badaniach systemów trójwymiarowych, jak również różnego rodzaju nanoobiektów oraz metamateriałów.

Nazwa przedmiotu: Fizyka przyrządów półprzewodnikowych

Treści kształcenia: Przyrządy z kryształów 3D, elektryczne, optyczne. Przyrządy ze złączami stopowymi i polowymi. Podstawowe parametry i opis diod stopowych, tranzystorów stopowych i polowych. Przyrządy elektryczne w polu magnetycznym (hallotrony). Przyrządy optyczne bezzłączowe i złączowe. Parametry fizyczne detektorów. Efekty uboczne występujące w przyrządach elektrycznych i optycznych. Bolometr półprzewodnikowy. Wykorzystanie struktur obniżonej wymiarowości dla konstrukcji przyrządów półprzewodnikowych. Wpływ specyfiki układów 2D na zjawiska fizyczne. Problemy przy konstrukcji przyrządów półprzewodnikowych (kontakty elektryczne, kontakt ohmowy, kontakt Schottky’ego). Detektory i źródła THz na pojedynczych tranzystorach.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zapoznanie się ze zjawiskami fizycznymi występującymi w rożnych rodzajach przyrządów półprzewodnikowych. Poznanie podstawowych zasad konstruowania przyrządów i ich charakteryzacji. 

Nazwa przedmiotu: Fizyka statystyczna ciała stałego

Treści kształcenia: Rozwinięcie wybranych zagadnień fizyki statystycznej o podstawowym znaczeniu dla fizyków materii skondensowanej: pojęcie równowagi termodynamicznej, równania termodynamiczne reakcji chemicznych, rozkłady Fermi-Dirac’a i Bose-Einsteina i ich zastosowanie dla opisu statystyki kwazicząstek w ciele stałym, ciepło właściwe ciał stałych, równanie Boltzmana.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność rozumienia zjawisk zachodzących w materii skondensowanej na gruncie fizyki statystycznej; wykorzystywania jej formalizmu do opisu tych zjawisk.

Nazwa przedmiotu: Proseminarium fizyki półprzewodników

Treści kształcenia: Przygotowanie i przedstawienie przez studentów prezentacji dotyczących najnowszych metod eksperymentalnych w zakresie fizyki materii skondensowanej oraz najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

Efekty kształcenia: Zapoznanie się ze współczesnymi metodami eksperymentalnymi oraz aktualnymi kierunkami badań w fizyce materii skondensowanej.

Opanowanie techniki przygotowywania i wygłaszania prezentacji.

Nazwa przedmiotu: Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych

Treści kształcenia: Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z niskowymiarowymi strukturami półprzewodnikowymi takimi jak studnie kwantowe, druty kwantowe i kropki kwantowe. Przedstawione będą techniki ich wytwarzania, własności strukturalne i metody selektywnego sterowania i badania pojedynczych nanostruktur. Przedyskutowany będzie wpływ obniżenia wymiarowości na stany elektronowe i własności optyczne nanostruktur. Bardziej szczegółowo omówione będą specyficzne dla nanostruktur techniki spektroskopowe. Program wykładu obejmuje: wytwarzanie nanostruktur (powierzchnia i jej modelowanie, wzrost kryształu, międzypowierzchni, niedopasowanie sieciowe, relaksacja naprężeń), stany elektronowe w strukturach o obniżonej wymiarowości (lokalizacja w 2 wymiarach, opis stanów elektronowych, kropi kwantowe, modele stosowane do opisu stanów w kropce kwantowej, elektron w strukturze jednowymiarowej), oddziaływanie pomiędzy nośnikami w nanostrukturach, domieszkowanie heterostruktur, wzbudzenia w strukturach o obniżonej wymiarowości (donor, ekscyton, trion, biekscyton w studni kwantowej, wzbudzenia w kropkach i drutach kwantowych), specyficzne dla nanostruktur techniki spektroskopowe.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych zagadnień związanych z niskowymiarowymi strukturami półprzewodnikowymi. Znajomość technik wytwarzania studni, drutów i kropek kwantowych. Wiedza na temat własności strukturalnych i metod selektywnego sterowania i badania pojedynczych nanostruktur. Umiejętności posługiwania się prostymi modelami opisującymi wpływ obniżenia wymiarowości na stany elektronowe i własności optyczne nanostruktur. Umiejętność przeprowadzenia prostych obliczeń naprężenia heterostruktury i przewidywania jej własności. Znajomość specyficznych dla nanostruktur technik spektroskopowych.

Nazwa przedmiotu: Technologia i strukturyzacja materiałów półprzewodnikowych 

Treści kształcenia: Wzrost kryształów równowagowo 3D, metoda Czochralskiego, wzrost z fazy gazowej. Zjawiska na froncie krystalizacji. Czyszczenie strefowe. Metody wzrostu nierównowagowe, MBE, MOCVD. Techniki eksperymentalne wzrostu struktur 2D. Charakteryzacja warstw. Wytwarzanie struktur 0D i sposoby charakteryzacji. Wymagania technologiczne w metodzie MBE i MOCVD. Domieszkowanie w metodach równowagowych i nierównowagowych wzrostu. Struktury na materiałach 3D. Struktury na warstwach 2D i kropkach kwantowych 0D. Litografia optyczna, litografia elektronowa. Zjawiska fizyczne ograniczające miniaturyzację. Prawo Moor’a.

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Zapoznanie się z szerokim zakresem metod wytwarzania materiałów półprzewodnikowych o różnej wymiarowości. Potencjalna możliwość użycia podobnych metod do wytwarzania innych materiałów ciała stałego ważnych do aplikacji.

Nazwa przedmiotu: Electronic properties of solids

Treści kształcenia: wiązania chemiczne w ciałach stałych, powiązanie wiązań chemicznych z układem periodycznym pierwiastków, wprowadzenie jedno-elektronowych potencjałów atomowych (tablica periodyczna W. Harrisona), wiązania van der Waalsa (potencjał Lenarda - Jonesa), wiązania jonowe, struktury krystaliczne, przerwy energetyczne w związkach jonowych, ekscytony zlokalizowane (Frenkla) i zdelokalizowane (Motta –Waniera), wiązania metaliczne, kula fermiego, nadprzewodnictwo, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, wiązania kowalencyjne, stany wiążące i antywiążące, struktury krystaliczne i wyznaczanie odległości międzyatomowych, kowalencyjność i jonowość wiązań, stałe siłowe w kryształach kowalencyjnych, energia kohezji, symetria translacyjna w kryształach i wprowadzenie sum blocha, struktura pasmowa w ramach ciasnego wiązania w bazie stanów atomowych, wyliczanie struktury pasmowej pasma walencyjnego, struktura pasmowa pasma przewodnictwa, doświadczalne metody badania struktury pasmowej.

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Umiejętność przewidywania jak w oparciu o wiedzę o atomowych stanach s i p można przewidzieć większość elektronowych własności ciał stałych. W szczególności jednym z głównych celów wykładu jest pokazanie jak opierając się na jednoelektronowych stanach atomowych można przewidzieć większość własności półprzewodników.

Nazwa przedmiotu: Fizyka promieni X (blok 1+2+3 semestralnie po jednym bloku)

Treści kształcenia: Źródła promieniowania X, synchrotrony, FEL, oddziaływanie promieniowania X z materią, Defekty w kryształach, Dynamiczna teoria dyfrakcji promieni na kryształach idealnych i zdeformowanych, Równania Takagi-Taupin, wysokorozdzielcza dyfraktometria wielokrystaliczna. Zastosowania dyfrakcji promieni X (rentgenowskie metody topograficzne, metoda fal stojących, metody proszkowe, dyfraktometria, wyznaczanie parametrów sieci, interferometria). Rozpraszanie promieni X (rozpraszanie dyfuzyjne, rozpraszanie małokątowe, rozpraszanie niesprężyste). Rentgenowska spektroskopia emisyjna i absorpcyjna (EXAFS, XANES). Przegląd badań materiałowych metodami rentgenowskimi i innymi (reflektometria, badania cienkich warstw, kontrast fazowy, spektroskopia fotoelektronów LEED, RHEED).

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Znajomość teoretycznych podstaw oddziaływania promieni X z materią i zaawansowanych teorii dyfrakcji (teoria dynamiczna). Znajomość podstawowych i zaawansowanych technik rentgenowskich opartych na dyfrakcji promieni X. Zrozumienie i opanowanie pokrewnych metod rentgenowskich.

Nazwa przedmiotu: Proseminarium fizyki ciała stałego

Treści kształcenia: Zapoznanie się z tematyką w dziedzinie fizyki ciała stałego (głównie półprzewodników) uprawianą aktualnie w Warszawie i na świecie. Uczestnicy wybierają do przygotowania tematy referatów po jednym na semestr. Tematy podzielone są na dwie grupy: Narzędzia badawcze i technologiczne (np: ciśnienia hydrostatyczne, spektroskopia pojemnościowa, epitaksja z wiązki molekularnej, mikroskop sił atomowych), Zagadnienia fizyczne (np. kropki kwantowe, tunelowanie rezonansowe w półprzewodnikowych strukturach kwantowych, badania magnetycznych układów warstwowych, głębokie domieszki i defekty w półprzewodnikach)

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Nauka pracy seminaryjnej (zarówno udziału jako słuchacz, jak i przygotowywania i wygłaszania referatów).

Nazwa przedmiotu: Seminarium fizyki ciała stałego

Treści kształcenia: fizyka półprzewodników, eksperymentalna i teoretyczna, wybrane zagadnienia magnetyzmu, nanostruktury półprzewodnikowe, oraz z innych materiałów ciała stałego, wybrane zagadnienia spoza fizyki ciała stałego, ale posiadające dla niej istotne znaczenie. Seminarium posiada niemal 60-o letnią tradycję. Jest seminarium środowiskowym (nie tylko Uniwersytet Warszawski). Skupia pracowników Instytutu Fizyki PAN, Instytutu Wysokich Ciśnień PAN (Unipress), Instytutu Technologii Elektronowej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Zapoznanie się z najnowszymi wynikami badań naukowych w dziedzinie fizyki ciała stałego

Nazwa: Seminarium fizyki półprzewodników

Treści kształcenia: Prace realizowane w dziedzinie fizyki półprzewodników na Wydziale Fizyki UW i w trakcie staży zagranicznych, prace wykonywane przez pracowników, studentów i doktorantów.

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Zapoznanie się z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie fizyki ciała stałego

Nazwa przedmiotu: Seminarium i proseminarium X i MJFCS (we współpracy z Metody Jądrowe FCS do uzgodnienia)

Treści kształcenia: Prace realizowane metodami rentgenowskimi (i MJFCS) na Wydziale Fizyki UW i w trakcie staży zagranicznych, prace wykonywane przez pracowników, studenci i doktoranci wybierają do przygotowania tematy referatów.

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Zapoznanie się z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie metod rentgenowskich i jądrowych fizyki ciała stałego

Nazwa przedmiotu: III Pracownia

Treści kształcenia: Pracownia składa się z dwóch ćwiczeń. Ćwiczenia pozwalają zapoznać się z współczesnymi metodami pomiarowymi fizyki materii skondensowanej, z nowoczesnymi urządzeniami pomiarowym oraz na poznanie elementów pracy eksperymentalnej.

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Poznanie metod eksperymentalnych współczesnej fizyki doświadczalnej w różnych specjalnościach fizyki. 

Nazwa: Pracownia przyrządów półprzewodnikowych

Treści kształcenia: Szczegółowe zapoznanie się i udział w hodowaniu monokryształów 3D (metoda Czochralskiego) oraz warstw 2D (metoda MOCVD). Charakteryzacja strukturalna otrzymanych materiałów przy pomocy promieniowania X i mikroskopu sił atomowych. Charakteryzacja metodami optycznymi (fotoluminescencja) i transportowymi (efekt halla i przewodnictwo). Wytwarzanie prostych struktur litograficznych na otrzymanych materiałach (metoda litografii optycznej). Zaprojektowanie prostych przyrządów na otrzymanych strukturach. Wykonanie podstawowych charakterystyk przyrządów.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi procesami wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych. Opanowanie szeregu technik wytwarzania i charakteryzacji.

Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna I

Treści kształcenia: W ramach Pracowni specjalistycznej student wykonuje zadanie badawcze o charakterze eksperymentalnym, zwykle stanowiące wstęp do pracy dyplomowej. Celem pracowni jest opanowanie metod pomiarowych, planowanych do wykorzystania w pracy magisterskiej i przeprowadzenie wstępnych pomiarów umożliwiających właściwe zaplanowanie ostatecznej tematyki przyszłej pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia – umiejętności, kompetencje: Zapoznanie się z zaawansowanymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w fizyce materii skondensowanej. Umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu oraz analizy uzyskanych wyników

Nazwa przedmiotu: Struktura i dynamika sieci fazy skondensowanej 

Treści kształcenia: Makroskopowe i mikroskopowe własności materii. Struktura materiałów i jej opis. Struktura krystaliczna. Struktury krystaliczne pierwiastków i prostych związków nieorganicznych Współmierne i niewspółmierne struktury modulowane, kwazikryształy, nanokryształy. Wiązania międzyatomowe w materii skondensowanej. Przejścia fazowe. Zastosowanie dyfrakcji promieniowania do badania struktury atomowej i magnetycznej fazy skondensowanej. Dyfrakcja neutronów, promieni X i promieniowania synchrotronowego oraz elektronów. Interpretacja obrazów dyfrakcyjnych dla rozproszenia promieniowania na mono i polikryształach. Anizotropia kryształu. Naprężenia i odkształcenia, efekt piezoelektryczny i elastyczność kryształu. Współczynnik załamania, efekt elektro-optyczny oraz efekt foto-elastyczny w krysztale. Dynamika sieci krystalicznej i magnetycznej. Przybliżenie harmoniczne i adiabatyczne. Warunki brzegowe. Relacje dyspersji fononów i magnonów. Drgania normalne. Funkcja gęstości stanów. Termodynamika i dynamika sieci. Rozkład Bosego-Einsteina, entropia i energia swobodna fononów, funkcje termodynamiczne dla kryształu. Ciepło właściwe. Model Einsteina, model Debye'a, gęstość stanów. Efekty anharmoniczne, przewodnictwo cieplne, rozszerzalność termiczna. Przejścia fazowe. Metody doświadczalne badania relacji dyspersji i funkcji gęstości stanów fononów i magnonów w krysztale.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zdobycie wiedzy dotyczącej budowy i termicznych własności ciał stałych. Poznanie technik i metod badania struktury i dynamiki wewnętrznej materii skondensowanej wykorzystujących duże urządzenia badawcze: reaktory jądrowe, źródła spallacyjne, i synchrotrony.

Nazwa przedmiotu: Metody jądrowe fizyki ciała stałego

Treści kształcenia: Przedmiotem wykładu są metody jądrowe i ich zastosowanie w badaniach struktury i dynamiki wewnętrznej ciał stałych. Wykład obejmuje opis metod i ich podstawowych zastosowań w fizyce fazy skondensowanej. Ogólna charakterystyka metod jądrowych i ich roli w badaniach materii skondensowanej. Własności fizyczne cząstek stosowanych w metodach jądrowych fizyki ciała stałego. Własności fizyczne jąder atomowych. Magnetyczny moment dipolowy i elektryczny moment kwadrupolowy jądra. Modele jądrowe. Reakcje jądrowe. Efekt Moessbauera. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), magnetyczny rezonans na jądrach zorientowanych (NMR/ON). Anihilacja pozytonów. Rotacja spinu mionów. Rozpraszanie neutronów powolnych: elastyczne, nieelastyczne i kwazielastyczne i ich zastosowania. Źródła neutronów powolnych. Reaktory jądrowe i źródła spallacyjne. Promieniowanie synchrotronowe. Zastosowanie wiązek jonów w badaniach fazy skondensowanej. 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Słuchacze poznają najnowsze metody i techniki jądrowe stosowane do badania struktury i dynamiki wewnętrznej materii skondensowanej, takie jak np. efekt Mössbauera, magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), anihilacja pozytonów, rotacja spinu mionów itp. Zdobyta wiedza stanowi rozszerzenie poznanych wcześniej zagadnień dotyczących badań materii skondensowanej z wykorzystaniem dużych urządzeń takich jak: reaktory jądrowe, źródła spallacyjne i synchrotrony. 

Nazwa przedmiotu: Proseminarium metod jądrowych fizyki ciała stałego I, II i III

Treści kształcenia: Zakres tematyczny seminarium obejmuje bardzo szeroko rozumiane zagadnienia fizyki materii skondensowanej. Szczegółową listę tematów do wyboru przygotowują w każdym semestrze pracownicy Zakładu Struktury i Dynamiki Sieci i udostępniają studentom na internetowej stronie ZSiDS. Najczęściej są to tematy z zakresu dyfrakcji neutronów i dyfrakcji promieniowania synchrotronowego, struktury krystalicznej nowoczesnych materiałów, własności magnetycznych nowoczesnych materiałów, sprzężenia magnetoelektrycznego, materiałów biogenicznych. Podstawowymi materiałami do przygotowania seminarium przez studentów są współczesne publikacje ukazujące się np. w czasopismach np. Phys. Rev. B., Journal of Physics: Condensed Matter. 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Poznanie przykładów ważnych aktualnych badań w dziedzinie materii skondensowanej. Przegląd współczesnej literatury naukowej i ważnych tematów badawczych. Nabycie umiejętności prezentacji wyników własnych badań, oraz prowadzenia dyskusji na tematy naukowe.

Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna II

Treści kształcenia: Konstrukcje aparaturowe i zestawy pomiarowe z zakresu fizyki. Komputerowe metody wspomagania eksperymentu. Zaawansowane metody analizy danych. Badania o charakterze eksperymentalnym, zwykle będące podstawą pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: projektowanie złożonych eksperymentów fizycznych z uwzględnieniem różnych metod pomiarowych, obsługi złożonych układów pomiarowych z wykorzystaniem narządzi elektronicznych i informatycznych, umiejętność precyzyjnego przeprowadzania pomiarów i analizy danych, prezentacji oraz interpretacji wyników pomiarów koniecznych do przygotowania pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalności. 

C. Przedmioty dodatkowe

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE do wyboru z oferty Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAŁĄCZNIK  C

Cl. Informacja o minimum kadrowym 

Na Wydziale Fizyki pracuje 173 pracowników naukowo-dydaktycznych stanowiących minimum kadrowe dla kierunku fizyka (stan na dzień 1 grudnia 2009 r.). Poniżej zamieszczono informacje o dorobku naukowym tych nauczycieli akademickich, którzy stanowić będą podstawową kadrę specjalności.

1. Imię i nazwisko: 
Michał Baj

Stopień naukowy: dr hab.

Tytuł naukowy: profesor 

Kariera naukowa: 

magisterium: 1972, doktorat: 1980, habilitacja: 1989, profesor: 1993, 

st. asystent:

1-X-1975 – 30-IX-1980, Zakład Fizyki Ciała Stałego IFD UW

adiunkt:

1-X-1980 – 30-VI-1992, Zakład Fizyki Ciała Stałego IFD UW

prof. nzw.:

1-VII-1992 – 30-IV-1998, Zakład Fizyki Ciała Stałego IFD UW

prof. zw.:

1-V-1998  do chwili obecnej, Zakład Fizyki Ciała Stałego IFD UW

Staże naukowe:

kraj
instytucja
rodzaj pobytu
czas pobytu 

Francja
USTL, Montpellier
staż długoterminowy 
marzec 1982 -

Francja
SNCI, Grenoble
staż długoterminowy 
- lipiec 1983

Francja
USTL, Montpellier
współpraca naukowa
wrzesień  1999

Francja
USTL, Montpellier
współpraca naukowa
wrzesień  2001

Francja
USTL, Montpellier
współpraca naukowa
lipiec  2002

Francja
GHMFL, Grenoble
współpraca naukowa
luty  2005

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· M. Baj, P. Dreszer, and A. Babiński – “Pressure-induced negative charge state of the EL2defect in its metastable configuration" -  Phys.Rev.B 43, 2070 (1991).

· M. Baj, L.H. Dmowski and T. Słupiński – “Direct proof of two-electron occupation of Ge-DX centers in GaAs codoped with Ge and Te” -  Phys. Rev. Letters 71, 3529 (1993)

· J. Mikucki, M. Baj, D. Wasik, W. Walukiewicz, W.G. Bi and C.W. Tu - “Metastability of the phosphorus antisite defect in low-temperature InP” Phys. Rev. B 61, 7199 (2000)

· M. Gryglas, M. Baj, B. Chenaud, B .Jouault, A. Cavanna, G. Faini - ”Acoustic phonon-assisted resonant tunneling via single impurities” Phys. Rev. B 69, 165302 (2004)

· B. Jouault, M.Gryglas, G. Faini, U. Gennser, A. Cavanna, M. Baj, D.K. Maude – “Single impurity tunnelling spectroscopy to probe the discrete states of a two-dimensional electron gas in a quantizing magnetic field" Phys. Rev. B 73, 155415 (2006) oraz Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, April 24, 2006.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas: 

pracownie (I Pracownia, II Pracownia, Pracownia Wstępna, Pracownia Elektroniczna, Pracownia Dydaktyki Fizyki); pokazy wykładowe do różnych wykładów kursowych; ćwiczenia rachunkowe do różnych wykładów kursowych na fizyce, NKF i Studium Podyplomowym; proseminarium dla studentów specjalizacji fizyki ciała stałego; różne wykłady kursowe na kierunku fizyki, NKF i Studium Podyplomowym.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych, Proseminarium Fizyki Ciała Stałego, Seminarium fizyki półprzewodników

2. Imię i nazwisko:
 Jacek Baranowski

Stopień naukowy: dr hab.

Tytuł naukowy: profesor

Kariera naukowa: 

magisterium 1964, doktorat 1969, habilitacja 1974, profesor ndzw. 1981, prof. zw. 1989…..

1964 – 1969 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1969 – 19765 adiunkt, Zakład Fizyki Ciała stałego, Wydział Fizyki , UW

1980 – 1989 profesor nadzwyczajny Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki UW

1989 –  do chwili obecnej profesor zwyczajny, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1965 - 1967 stypendium Uniwetsytetu Stanoford, Cal.  USA

1974-1975 stypendium Uniwersytetu St. Andrews, Wielka Brytania

1983 – 1984 visiting professor, Univer.Pierre at Marie Curie, Paris, Francja

1989 -1991 visiting professor Berkeley University, Cal. USA

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5):

· J.Oila, V.Ranki, J.Kivioja, K.Saarinen, P.Hautojarvi, J.Likonen, J.M.Baranowski, K.Pakula, T.Suski, M.Leszczynski and I.Grzegory, “Influence of dopants and substrate material on the formation of Ga vacancies in epitaxial GaN layers” PHYSICAL REVIEW B 63, 045205 (2001)

· A.Wysmolek, K.Korona S.Stępniewski, J.M.Baranowski, J.Błoniarz, M.Potemski, „Recombination of Exciton Bound to Oxygen and Silicon Donors in Freestanding GaN”, PHYSICAL REVIEW B 66 245317 (2002)

· R.Stępniewski, A.Wysmołek, M.Potemski, K.Pakuła, J.M.Baranowski, I.Grzegory, S.Porowski, G.Martinez, P.Wyder, “Fine Structure of Effective Mass Acceptors in Gallium Nitride” PHYSICAL REVIEW LETTERS  91, 226404 (2003)

· P.Trautman, K.Pakuła, R.Bożek, J.M.Baranowski, “Light Induced Narrowing of Excitonic Absorption Lines in GaN” APPLIED PHYSICS LETTERS 83, 3510 (2003)

· K.Pakuła, R.Bożek, J.M.Baranowski, J.Jasiński, Z.Liliental-Weber, „Reduction of Dislocation Density in Heteroepitaxial GaN: Role of SiH4 Treatment” JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 267, 1 (2004)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Wykład roczny: Fizyka Materiałów; Wykład semestralny: I.Electronic  properties of solids; Wykład semestralny monograficzny: II Electronic Properties of Solids.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Electronic Properties of Solids and Defects, Seminarium fizyki ciała stałego

3. Imię i nazwisko:
 Jan Gaj

Stopień naukowy:  dr hab.

Tytuł naukowy: profesor

Kariera naukowa:  magisterium 1965, doktorat 1973, habilitacja 1980, profesor 1992

1965 – 1973 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1973 – 1983 adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1983 – 1991 docent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1991 – 1998 profesor nadzw., Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1998 - do chwili obecnej - profesor zw., Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1969/70 
research associate
Stanford University

1978/79 
maitre de conf. associe
Université Paris VII

1982/83 
visiting profesor
Université de Grenoble

1988/89 
visiting profesor
Université Paris VII

1991/92 
visiting profesor
Université de Grenoble

1999/2000
visiting profesor
J. Kepler Universität Linz

2003/4
visiting profesor
Université de Grenoble

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· Manipulating the exciton fine structure of single CdTe / ZnTe quantum dots by an in-plane magnetic field, PHYSICAL REVIEW B Tom 75 Nr 19 r. 2007, str. 195340 / 1-6 (Artykuł). Katarzyna Kowalik, O Krebs, Andrzej Golnik, Jan Suffczyński, P Wojnar, J Kossut, Jan Gaj, P Voisin  

· Femtosecond study of the interplay between excitons, trions, and carriers in (Cd,Mn)Te quantum wells, Phys. Rev. Lett. 92, 177402 (2004), P. Plochocka, P. Kossacki, W. Maslana, J. Cibert, S. Tatarenko, C. Radzewicz, J.A. Gaj 

· Light and Electric Field Control of Ferromagnetism in Magnetic Quantum Structures, Phys. Rev. Lett. 88, 207204 (2002), H. Boukari, P. Kossacki, M. Bertolini, D. Ferrand, J. Cibert, S. Tatarenko, A. Wasiela, J. A. Gaj, and T. Dietl, 

· Ferromagnetic p-d exchange in Zn/sub 1-x/Cr/sub x/Se diluted magnetic semiconductor. Phys.Rev.Lett. 71 2327-2330, 1993. W. Mac, Nguyen The Khoi, A. Twardowski, J. A. Gaj, and M. Demianiuk. 

· Magnetooptical Properties of Large-Gap Diluted Magnetic Semiconductors, Chapter 7 in Semiconductors and Semimetals, vol. 25 J.K. Furdyna and J. Kossut, eds. (Academic Press, Boston, 1988), pp. 275-309, J. A. Gaj. 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego (III r.), Wstęp do fizyki (I, II r.), Diluted Magnetic Semiconductors (V r.), Elektryczność oraz Elementy fizyki statystycznej i termodynamiki (Studium Podyplomowe), Fizyka w doświadczeniach (wykład ogólnouniwersytecki), Podstawy Fizyki II (dla studentów trybu indywidualnego), proseminarium z fizyki ciała stałego (IV rok). 

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Optyczne własności półprzewodników, Proseminarium Fizyki Ciała Stałego, Seminarium fizyki półprzewodników, Diluted Magnetic Semiconductors

4. Imię i nazwisko: 
Marian Grynberg

Stopień naukowy:  profesor zwyczajny

Tytuł naukowy: profesor

Kariera naukowa:  magisterium 1962, doktorat 1965, habilitacja 1973, profesor 1980, prof. zw. 1989

1962 – 1965 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1965 – 1973 adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1980 – profesor, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1989 - do chwili obecnej - profesor, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1971 – 1972 stypendium Francja, Universite Paris VI i Ecole Normale Superieure w Paryżu , Algeria

1980 – 1981 visiting assistant professor, Francja Francja, Universite Paris VI i Ecole Normale Superieure w Paryżu, USA

1994-1995 – visiting professor, Francja Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych w Grenoble

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· M.Sakowicz, R. Tauk, J. Łusakowski, A. Tiberj, W.Knap, Z. Bougriona, M. Azize, P. Lorenzini, K.Karpierz, M. Grynberg „Low temperature electron mobility and concentration under the gate of AlGaN/GaN field effect transistors” Journal of Applied Physics, tom 100 (2006) 113726/1-11

· M.Grynberg, S. Huant, G. Martinez, J. Kossut, T. Wojtowicz, G. Karczewski, J.M Shi, P.M. Peters, J-T. Devrease, “Magneto-Polaron Effect on Shallow Donors in CdTe”, Phys. Rev. B54, 1467 (1996)

· M.L. Sadowski, K.Karpierz, M. Grynberg, “Shallow donors, as a gauge of the fluctuating electric fields in a semiconductors”, Sol. State Comm. 93-99 (1994)

· S. Huant, A. Madray, G. Martinez, M. Grynberg, V. Etienne  “Electronic Properties of Two Dimensional D” centers”, Surface Science 263.565 (1992)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas: 

różne wykłady kursowe, w tym: „Eksperyment Fizyczny w Warunkach Ekstremalnych, prowadzenie seminariów „Fizyka Półprzewodników” i „Fizyka Ciała Stałego

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Seminarium fizyki półprzewodników, Seminarium fizyki ciała stałego

5. Imię i nazwisko: 
Maria Kamińska

Stopień naukowy: dr hab.

Tytuł naukowy: profesor (profesor nauk fizycznych)

Kariera naukowa:

magisterium 1975, doktorat 1979, habilitacja 1987, profesor 1996

1975 – 1979 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1979 – 1990 adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1990 – 1991 docent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1991 – 2001 profesor nadzwyczajny, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

2001 – do chwili obecnej -  profesor zwyczajny, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1980 – 1982 staż podoktorski, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

1992 – 1992 wizytujący profesor, University of California, Berkeley, USA

1994 – 1998 5 dwumiesięcznych pobytów jako wizytujący profesor w Australia National University, Canberra, Australia

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· M. Kaminska, M. Skowronski, J. Lagowski, J. M. Parsey, H. C. Gatos, “Intracenter transitions in the dominant deep level (EL2) in GaAs”, Appl. Phys. Lett. 43, 302 (1983)

· M. Kaminska, M. Skowronski, W. Kuszko, “Identification of the 0.82eV electron trap, EL2 in GaAs, as an isolated antisite arsenic defect”, Phys. Rev. Lett. 55, 2204 (1985)

· R. Dwiliński, R. Doradziński, J. Garczyński, L. Sierzputowski, J. M. Baranowski, M. Kaminska, “Exciton photo-luminescence of GaN bulk crystals grown by the AMMONO method”, Materials Science and Engineering B50, 46 (1997)

· R.Leon, C. Lobo, A. Clark, R. Bożek, A. Wysmołek, A. Kurpiewski, M. Kamińska, “Different paths to tunability in III-V quantum dots”, J. Appl. Phys. 84, 248 (1998)

A. Wolos, M. Palczewska, Z. Wilamowski, M. Kaminska, A. Twardowski, M. Bockowski, I. Grzegory, S. Porowski, „S-d exchange interaction in GaN:Mn studied by electron paramagnetic resonance”, Appl. Phys. Lett. 83, 5428 (2003)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Wykłady: Wstęp do Fizyki – Elektryczność i Magnetyzm, Wstęp do Fizyki Atomu, Cząsteczki i Ciała Stałego, Fizyka V – Termodynamika. Pracownie: II Pracownia fizyczna, Pracownia dydaktyki fizyki, 

Inne: Ćwiczenia rachunkowe do Wstępu do Fizyki – Mechanika, Elektryczność i Magnetyzm, Drgania i Fale, Termodynamika; opieka nad licencjatami, magistrantami i doktorantami

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Electronic Properties of Solids and Defects, Wstęp do fizyki magnetyzmu; wykład monograficzny dotyczący fotoniki, również inne (w zależności od potrzeb) z zakresu spintroniki, magnetyzmu, właściwości materiałów i struktur dla elektroniki i fotoniki

6. Imię i nazwisko:
 Michał Nawrocki

Stopień naukowy: dr hab.

Tytuł naukowy: profesor

Kariera naukowa: 

magisterium 1968, doktorat 1976, habilitacja 1988, profesor 2004……..

1968 – 1976 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1976 – 1993 adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1993 - do chwili obecnej – prof. nzw., Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1975-76: chercheur associe, Groupe de Physique des Solides de l'Ecole Normale Superieure, Paris. 

1985-86: professeur invite, GPS de l'ENS, Paris and GES USTL, Montpellier 

1988-89: professeur associe, Groupe d'Etudes des Semiconducteurs, USTL, Montpellier 

2000: professeur associe GES USTL, Montpellier 

Od 1989 r. coroczne pobyty badawcze we Francji. 

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5):

· Linear dichroism in a GaAs microcavity, SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES Tom 41 Nr 5-6 r. 2007, str. 429-433 (Artykuł) A Brunetti, M Vladimirova, S Cronenberger, D Scalbert, Michał Nawrocki, J Bloch 

· Semiconductor heterostructures for spintronics and quantum information, COMPTES RENDUS PHYSIQUE Tom 8 Nr 2 r. 2007, str. 243-252 (Artykuł), Jan Gaj, J Cibert, Andrzej Golnik, Mateusz Goryca, E Janik, Tomasz Kazimierczuk, Łukasz Kłopotowski, Piotr Kossacki, Jacek Kossut, Katarzyna Kowalik, O Krebs, A Lemaitre, S Maćkowski, Wiktor Maślana, Michał Nawrocki, Paulina Płochocka, Bernard Piechal, P Senellart, Jan Suffczyński, S Tatarenko, Artur Trajnerowicz, P Voisin 

· Excitation mechanisms of individual CdTe / ZnTe quantum dots studied by photon correlation spectroscopy, PHYSICAL REVIEW B Tom 74 Nr 8 r. 2006, str. 085319 / 1-7 (Artykuł), Jan Suffczyński, Tomasz Kazimierczuk, Tomasz Kazimierczuk, Mateusz Goryca, Bernard Piechal, Artur Trajnerowicz, Katarzyna Kowalik, Piotr Kossacki, Andrzej Golnik, Krzysztof Korona, Michał Nawrocki, Jan Gaj, Grzegorz Karczewski 

· Magnetization dynamics in (Cd, Mn)Te quantum wells, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS Tom 243 Nr 4 r. 2006, str. 882-886 (Artykuł), M Goryca, D Ferrand, Piotr Kossacki, Michał Nawrocki, Wojciech Pacuski, Wiktor Maślana, S Tatarenko, J Cibert 

· Observation of spin beats at the Rabi frequancy in microcavities, PHYSICAL REVIEW B Tom 74 r. 2006, str. 241101 / 1-4 (Artykuł), A Brunetti, M Vladimirova, D Scalbert, Michał Nawrocki, A Kavokin, I Shelykh, J Bloch 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas: 

pokazy wykładowe, I i II Pracownia, wykłady kursowe dla studentów fizyki i matematyki, proseminarium, 2 doktorów, 11 magistrantów, 3 licencjatów.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Optyczne własności półprzewodników, Proseminarium Fizyki Ciała Stałego, Diluted Magnetic Semiconductors

7. Imię i nazwisko: 
Roman Stępniewski.

Stopień naukowy: dr hab.

Tytuł naukowy: profesor

Kariera naukowa:  

magisterium 1978, doktorat 1986, habilitacja 1997, profesor 2000.

1978 – 1979 asystent stażysta, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1979 - 1982 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1982 - 1986 st. asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1986 – 1999 adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1999 – do chwili obecnej profesor nadzwyczajny, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1987 - 1988 - Research Associate, Service National de Champ Intense - CNRS and Universite Joseph Fourier, Grenoble, Francja

2003-2004 - Directeur de recherche, Service National des Champs Intense, Francja

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): ……

· K. Pakuła, A. Wysmołek, K.P. Korona, J.M. Baranowski, R. Stępniewski, I. Grzegory, M. Boćkowski, J. Jun, S. Krukowski, M. Wróblewski, S. Porowski, “Luminescence and Reflection in the Exciton Region of Homoepitaxial GaN Layers Grown on GaN Substrates “, Solid St. Comm. 97, 919 (1996)

· R. Stępniewski, K.P. Korona, A. Wysmołek, J.M. Baranowski, K. Pakuła, M. Potemski, G. Martinez, I. Grzegory, and S. Porowski, “Polariton Effects in Reflectance and Emission Spectra of Homoepitaxial GaN”, Phys. Rev. B. 56, 15151 (1997)

· K. Saarinen, T. Laine, S. Kuisma, J. Nissila, P. Hautojarvi, L. Dobrzynski, J.M Baranowski, K. Pakula, R. Stepniewski, M. Wojdak, A. Wysmolek, T. Suski, M. Leszczynski, I. Grzegory, and S. Porowski, “Observation of native Ga vacancies in GaN by positron annihilation”, Phys. Rev. Lett. 79, 3030 (1997)

· Stępniewski R, Potemski M, Wysmołek W, Pakuła K, Baranowski JM, Łusakowski J, Grzegory I, Porowski S, Martinez G, Wyder P. , “Symmetry of excitons in GaN”, Phys. Rev. B 60, 4438-41 (1999)

· R. Stępniewski, A. Wysmołek, M. Potemski, K. Pakuła, J.M. Baranowski, I. Grzegory, S. Porowski, G. Martinez, P. Wyder, „Fine Structure of Effective Mass Acceptors in Gallium Nitride”, Phys. Rev. Lett. 91, 226404/1-4(2003)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Wykłady: Podstawy fizyki półprzewodników, Właściwości optyczne półprzewodników, Fizyka II L (Elektryczność i Magnetyzm), Pracownie: I, II, III, opieka nad pracami licencjackimi, magisterskimi, doktoratami

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska,  Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych, Proseminarium Fizyki Ciała Stałego, Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki

8. Imię i nazwisko:
 Andrzej Twardowski

Stopień naukowy: dr hab.

Tytuł naukowy: profesor

Kariera naukowa:

magisterium: 1978; doktorat: 1982; habilitacja: 1990; profesura: 1997.

Kariera zawodowa: 

Instytut Fizyki Doświadczalnej UW: asystent 1978-79, st. asystent 1980-81, adiunkt 1982-84, 1985-95, prof. nadzwyczajny 1995-2002, prof. zwyczajny od 2002; wicedyrektor ds. badań naukowych Instytutu 1993-2002, dyrektor Instytutu 2002-2008.

Ecole Polytechnique w Palaiseau (Francja):

pracownik naukowo-badawczy (charge de recherche) 1984-1985.

Staże naukowe:

- USA (National Magnet Lab MIT, Boston, State Univ. of NY, Buffalo, Tufts Univ., Boston),

- Japonii (Tohoku Univ., Sendai, Electrotechnical Lab, Tsukuba), 

- Holandii (Eindhoven Technical Univ., Eindhoven), 

- Tajwanie (Chung Yuan Chrystian University, Chung Li),

- Niemczech (Wurtzbug Univ., Wirtzburg, TUB, Brunszwik).

Ważniejsze publikacje (max.5):

Ponad  200 prac z dziedziny fizyki ciała stałego ogłoszonych w czasopismach międzynar., m.in.:

· A.Twardowski, C.Hermann VARIATIONAL CALCULATION OF POLARIZATION OF QUANTUM-WELL PHOTOLUMINESCENCE, Physical Review t. B35, 8144-8153 (1987), 

· A.Twardowski MAGNETISM OF Fe-BASED DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTORS, w "Diluted Magnetic Semiconductors and Semimagnetic Semiconductors" ed. M.Averous and M.Balkanski, Plenum Press (1991), A.Twardowski MAGNETISM OF SEMIMAGNETIC SEMICONDUCTORS, Physica Scripta, T39, 124 (1991),

· A.Twardowski THE NATURE OF Mn IMPURITYAND EXCHANGE INTERACTION IN GaMnAs, Materials Science and Technology, B63, 96-102 (1998), 

· J.Szczytko, W.Bardyszewski, A.Twardowski OPTICAL ABSORPTION IN RANDOM MEDIA: APPLICATION TO GaMnAs EPILAYERS Physical Review t. B64, 075306 (2001).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

prowadzone wykłady kursowe: „Wstęp do fizyki” (I rok), „Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego” (III rok), „Fizyka dla geologów”; monograficzne: „Wstęp do fizyki magnetyzmu” (IV I V rok). Wypromował 6 doktorów i 17 magistrów.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Proseminarium Fizyki Ciała Stałego, Wstęp do fizyki magnetyzmu.

9. Imię i nazwisko: 
Adam Babiński

Stopień naukowy: dr hab.

Tytuł naukowy: 

Kariera naukowa:
magisterium 1988, doktorat 1995, habilitacja 2007, 

1988 – 1995 asystent, Zakład FCSt, Wydział Fizyki,  UW

1995 – do chwili obecnej, adiunkt, Zakład FCSt, Wydział Fizyki, UW

1996 - 1998 stypendium Research School of Physical Sciences and Engineering, Australian National University,  Canberra, Australia

2002 - 2004 stypendium INCO „Training and Excellence” , Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych, CNRS, Grenoble, Francja

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· Babiński, M. Potemski, S.Raymond, J.Lapointe, Z.Wasilewski, Emission from a highly excited single InAs-GaAs quantum dot in magnetic fields: An excitonic Fock-Darwin diagram, Phys. Rev. B 74 , 155301 (2006) 

· Babiński, G. Ortner, S.Raymond, M. Potemski, M. Bayer, W.Sheng, P. Hawrylak, Z.Wasilewski, S.Fafard, A. Forchel, Ground-state emission from a single InAs/GaAs quantum dot structure in ultrahigh magnetic fields, Phys. Rev. B 74 , 075310 (2006) 

· S. Raymond, S. Studenikin, A. Sachrajda, Z. Wasilewski, S. J. Cheng, W. Sheng, P. Hawrylak, A. Babiński, M. Potemski, G. Ortner, M. Bayer, Excitonic Energy Shell Structure of Self - Assembled InGaAs/GaAs Quantum Dots, Physical Review Letters 92,187402 (2004)

· Babiński, M.Potemski, H. Shtrikman,  Free-to-bound and interband recombination in the photo- luminescence of a dense two-dimensional electron gas, Phys. Rev. B 65, 233307 (2002) 

· A.Babiński, J.Jasiński, R. Bożek, A. Szepielow, J.M. Baranowski; Rapid thermal annealing of InAs/GaAs quantum dots under GaAs proximity-cap”, Appl. Phys. Lett. 79, 2576 (2001)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas: 

ćwiczenia wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego; I i II Pracownia Fizyczna; pokazy do wykładów z Fizyki

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Fizyka Nanostruktur półprzewodnikowych, 

10. Imię i nazwisko: 
Andrzej Golnik

Stopień naukowy:  doktor habilitowany

Tytuł naukowy:
Kariera naukowa: 

magisterium 1977, doktorat 1982, habilitacja 1994, 

1977 – 1983 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1983 - do chwili obecnej - adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1981 - 1982 staż naukowy, Paryż, Francja

1987 – 1988 staż naukowy, Konstanz, Niemcy

1998 – 1999 staż naukowy, Stuttgart, Niemcy 

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· P Wojnar, Jan Suffczyński, Katarzyna Kowalik, Andrzej Golnik, G Karczewski, J Kossut, Microluminescence from Cd1-xMnxTe magnetic quantum dots containing only a few Mn ions, Phys. Rev. B 75 (2007) 155301 / 1-7 ]

· W. Maślana, P. Kossacki, P. Płochocka, A. Golnik, J. Gaj, D Ferrand, M Bertolini, S Tatarenko, J Cibert , Microphotoluminescence study of p-type (Cd, Mn)Te quantum wells, Appl. Phys. Lett. 89 (2006) 052104 / 1-3 

· A. Trajnerowicz, A.Golnik, C Bernhard, L Machtoub, C Ulrich, J Tallon, M Cardona, Isotope effect on the optical phonons of YBa2Cu4O8 studied by far-infrared ellipsometry and Raman scattering, Phys. Rev. B 74 (2006) 104513 / 1-9 

· C. Bernhard, J.L. Tallon, T. Blasius, A. Golnik, and C. Niedermayer, Anomalous peak in the superconducting condensate density of cuprate high-Tc superconductors at a unique doping state, Phys. Rev. Lett. 86, (2001) 1614-1617.

· A. A. Sirenko, C. Bernhard, A. Golnik, Anna M. Clark, Jianhua Hao, Weidong Si, and X. X. Xi, "Soft-mode hardening in SrTiO3 thin films", Nature 404, (2000) 373 - 376

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:  

2002-2006, Fizyka B, C II , wykład dla 1 roku; 2007/2008, Between Magnetism and Superconductivity, wykład monograficzny; 2006-2008, Pracownia Pokazów Wykładowych, 

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Between magnetism and superconductivity

11. Imię i nazwisko: 
Krzysztof Piotr Korona 

Stopień naukowy:  doktor habilitowany

Tytuł naukowy: 

Kariera naukowa:

magisterium 1988, doktorat 1995, habilitacja 2003

1988 – 1995 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1995 - do chwili obecnej adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1998 - 1999 stypendium Humboldta, Sztutgart, Niemcy

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· K. P. Korona, M. Kamińska, J. M. Baranowski, "Deep Donor - Acceptor Correlations in Low Temperature GaAs",  Mat. Sci. Forum 201, p. 1773-1778 (1995)

· K. P. Korona, A. Wysmolek, K. Pakula, R. Stepniewski, J. M. Baranowski, I. Grzegory, B. Lucznik, M. Wróblewski, S. Porowski, "Exciton Region Reflectance of Homoepitaxial GaN Layers", Appl. Phys. Lett. 69, no.6, p. 788-790 (1996)

· K. P. Korona, A. Babiński, J. Kuhl, J. M. Baranowski, R. Leon: "Step-like Photoluminescence Dynamics in Field-Effect Structures Containing Quantum Dots”, phys. stat. sol. (b) 227, p. 605-612 (2001)

· K. P. Korona, "Dynamics of excitonic recombination and interactions in homoepitaxial GaN", Phys. Rev. B 65, p. 235312 (2002),

· K. P. Korona, A. Drabińska, K. Pakuła, J. M. Baranowski, “Multiband GaN/AlGaN UV photodetector”, Acta Phys. Pol. A 110, p. 211 (2006)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas: 

II pracownia Fizyczna; wykład "Fizyka w doświadczeniach"; ćwiczenia i pokazy do różnych wykładów

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Optyczne własności półprzewodników, Fizyka przyrządów półprzewodnikowych.

12. Imię i nazwisko: 
Piotr Kossacki

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Tytuł naukowy:
Kariera naukowa:  

magisterium 1994, doktorat 1998, habilitacja 2006, 

1998 - do chwili obecnej - adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1998 - 1999 post-doc EPFL Lozanna , Szwajcaria

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· P. Kossacki, P. Płochocka, B. Piechal, W. Maślana, A. Golnik, J. Cibert, S. Tatarenko, J.A. Gaj, Exciton-exciton interaction and biexcitons in the presence of spin-polarized carriers, Physical Review B 72, 035340 (2005)

· P. Płochocka, P. Kossacki, W. Maślana, J. Cibert, S. Tatarenko, C. Radzewicz, J.A. Gaj, Femtosecond study of the interplay between excitons, trions, and carriers in (Cd,Mn)Te quantum wells, Physical Review Letters 92 177402/1-4 (2004)

· P. Kossacki, H. Boukari, M. Bertolini, D. Ferrand, J. Cibert, S. Tatarenko, J.A. Gaj, B. Deveaud, V. Ciulin, M. Potemski, Photoluminescence of p-doped quantum wells with strong spin splitting, Physical Review B 70 195337/1-17 (2004)

· W. Pacuski, P. Kossacki, D. Ferrand, A. Golnik, J. Cibert, M. Wegscheider, A. Navarro-Quezada, A. Bonanni, M. Kiecana, M. Sawicki, T. Dietl  Observation of Strong-Coupling Effects in a Diluted Magnetic Semiconductor Ga1-xFexN, Phys. Rev. Lett. 100, 037204 (2008)

· J. Suffczyński, T. Kazimierczuk, M. Goryca, B. Piechal, A. Trajnerowicz, K. Kowalik, P. Kossacki, A. Golnik, K. Korona, M. Nawrocki, J.A. Gaj, G. Karczewski. Excitation mechanisms of individual CdTe / ZnTe quantum dots studied by photon

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

1998-1999 (na EPFL), I pracownia fizyczna; 2000-2008 (na Uniwersytecie Warszawskim), ćwiczenia rachunkowe ze Wstępu do Fizyki 1b i Wstępu do Fizyki, Wykład z Fizyki Nanostruktur Półprzewodnikowych, zajęcia w ramach Indywidualnej Pracowni Wstępnej a i b, pokazy do wykładu z Podstaw Fizyki 2. Byłem opiekunem 4 prac magisterskich, jednej licencjackiej i promotorem jednego doktoratu. Prowadzę regularnie ćwiczenia 3 pracowni i pracowni przedmagisterskiej.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Fizyka Nanostruktur półprzewodnikowych, Diluted Magnetic Semiconductors, Indywidualna Pracownia Wstępna a i b, Indywidualna Pracownia Fizyczna.

13. Imię i nazwisko: 
Jerzy Łusakowski

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Tytuł naukowy:  

Kariera naukowa:
magisterium 1985, doktorat 1994

1985 – 1994  asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego

1994 - do chwili obecnej - adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego

1997 - 1999 High Magnetic Field Laboratory, Grenoble; 

2004 - 2006 Universite Montpellier 2

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5):

· M. Cieplak, M. Z. Cieplak and J. Łusakowski, Dynamic spin susceptibility of semimagnetic semiconductors,  Phys. Rev. B36, 620 (1987).

· W. Knap,  J. Łusakowski,  K. Karpierz,  B. Orsal and J.-L. Robert, Improved performance of magnetically tunable GaAs and InP far-infrared detectors, J. Appl. Phys. 72, 680 (1992)

· J. Łusakowski and A. Łusakowski, Magnetoconductivity and potential fluctuations in semi-insulating GaAs, J. Phys.: Condens. Matter 16, 2661 (2004).

· J. Łusakowski, W. Knap, N. Dyakonova, L. Varani, J. Mateos, T. Gonzalez, T. Parenty, S. Bollaret, A. Cappy and K. Karpierz, Voltage tuneable terahertz emission from ballistic GaInAs/AlInAs transistor, J. Appl. Phys. 97, 064307 (2005).

· J. Łusakowski, R. Buczko, M. Sakowicz, K. J. Friedland, R. Hey, and K. Ploog, Interband spectroscopy to test the spherical acceptor model in δ-doped heterostructures, J. Phys: Cond. Matt. 19, 236205 (2007).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas: 

ćwiczenia rachunkowe, pokazy do wykładów, pracownie 

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Fizyka Nanostruktur półprzewodnikowych, Fizyka przyrządów półprzewodnikówych, Pracownia przyrządów półprzewodnikówych 

14. Imię i nazwisko: 
Dariusz Wasik

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Tytuł naukowy: 

Kariera naukowa: 

magisterium 1984, doktorat 1991, habilitacja 2002

1985 – 1986 asystent stażysta, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1986 – 1992 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW 

1992 - do chwili obecnej - adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW 

1991 - 1992 stypendium rządu francuskiego, staż naukowy Université Pierre et Marie Curie, Paris VI Francja

2006 - visiting professor, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI Francja

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· D. Wasik, K. Kudyk, M. Baj, J. Jaroszyński, G. Karczewski, T. Wojtowicz, A. Barcz and J. Kossut, “Iodine-impurity level in MBE-grown Cd1-xMnxTe”, Phys. Rev. B59, 12917 (1999)

· J. Mikucki, M. Baj, D. Wasik, W. Walukiewicz, W.G. Bi and C.W. Tu, “Metastability of the phosphorus antisite defect in low-temperature InP”, Phys. Rev. B61, 7199 (2000)

· D. Wasik, M. Baj, J. Siwiec-Matuszyk, T. Wojtowicz, E. Janik, G. Karczewski; “Parasitic conduction phenomena in modulation-doped CdTe/CdMgTe:I heterostructures grown on GaAs substrates”, J. Appl. Phys. 91, 753 (2002)

· A. Kwiatkowski, D. Wasik, M. Kamińska. Bożek, J. Szczytko, A. Twardowski, J. Borysiuk, J. Sadowski, J. Gosk, „Structure and magnetism of MnAs nanocrystals embedded in GaAs as a function of post-growth annealing temperature”, J. Appl. Phys. 101, 113912 (2007) and selected for Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology Vol. 15, issue 25 (2007)

· B. Clerjaud, D. Wasik, R. Bouanani-Rahbi, G. Strzelecka, A. Hruban, M. Piersa, M. Kamińska, “Manganese-hydrogen complex in GaP”, Physica B 401-402, 258 (2007)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla I – go i II - go roku, ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla I - go roku NKF, pokazy do wykładu z fizyki dla II-ego roku, ćwiczenia na Pracownii Elektronicznej, wykład ze Wstępu do optyki i fizyki ciała stałego. ćwiczenia na II-iej Pracowni Fizycznej, ćwiczenia rachunkowe dla III-ego roku ze Wstępu do optyki i fizyki ciała stałego, pokazy do wykładu Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych, Proseminarium Fizyki Ciała Stałego.

15. Imię i nazwisko:
 Andrzej Witowski

Stopień naukowy: doktor habilitowany
Tytuł naukowy:

Kariera naukowa: 

Magisterium 1975, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; Doktorat 1979, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; Habilitacja 1993, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

1975 – 1982 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego IFD, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;

1982 – do chwili obecnej, adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego IFD, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

1980 – 1982 Research Associate, Dep. of Physics, Purdue University, West Lafayette In. USA;

1989 – 1991 Visiting Scientist at the Max-Planck-Institut, Hochfeld Magnetlabor Grenoble.

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5):

· T. Strutz, A. M. Witowski, and P. Wyder "Spin-Lattice Relaxation at High Magnetic Fields" Phys. Rev. Lett. 68(26), 3912 (1992);

· A.M. Witowski, C. Kutter, and P. Wyder, "Spin-Lattice Relaxation at High Magnetic Fields: a Tool for Electron-Phonon Coupling Studies", Phys. Rev. Lett. 78, 3951 (1997);

· A.M. Witowski et al. “Electron effective mass in hexagonal GaN” Appl. Phys. Lett. 75, 4154 (1999);

· A.M. Witowski et al. “Phonon spectrometry with bolometer based on spin-lattice relaxation” Appl. Phys. Lett. 76, 1749 (2000);

· M. Kamińska, A. Witowski, J. Ginter „Wstęp do termodynamiki fenomenologicznej” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005 (podręcznik).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Ćwiczenia rachunkowe; Ćwiczenia na I, II i III pracowni fizycznej; Pokazy do wykładów kursowych;

Wykłady: Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego, Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego, Fizyka IV – fizyka cząsteczkowa i ciepło, Termodynamika.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska,  Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych, Proseminarium Fizyki Ciała Stałego

16. Imię i nazwisko: 
Andrzej Wysmołek

Stopień naukowy:  doktor habilitowany

Tytuł naukowy: 

Kariera naukowa: 

magisterium 1989,  doktorat 1997,  habilitacja 2007, 

1989 – 1997 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1997 –  do chwili obecnej - adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1994-1995 Stypendium Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 

1998-1999 Stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta, Bonn, Niemcy

1996-2007 High Magnetic Field Laboratory, Grenoble, Francja, wielokrotne wizyty badawcze (w sumie 6 miesiecy)

1999 – 1999 Max-Planck Institut für Festkörperforshung, Stuttgart, Niemcy, staż naukowy – w ramach stypendium Fundacji Humboldta, 6 miesięcy, 

1999-2000 r Max-Planck Institut für Festkörperforshung, Hochfeld Magnetlabor, Grenoble, Francja staż naukowy – w ramach stypendium Fundacji. Humboldta, 6 miesięcy 1999-2000 r.

2000-2001Centre National de la Recherche Scientifique, High Magnetic Field Laboratory, Grenoble 18 miesięcy w latach 2000-2001

2004 Universite Joseph Fourier, Grenoble, Francja, visiting assistant proffesor


Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· A. Wysmolek, K. P. Korona, R. Stępniewski, J. M. Baranowski, J. Błoniarz, M. Potemski, R. L. Jones, D. C. Look, J. Kuhl, S. S. Park, and S. K. Lee „Recombination of Excitons Bound to Oxygen and Silicon Donors in Freestanding GaN”, Phys. Rev. B 66, 245317 (2002)

· R. Stepniewski, A. Wysmolek , M. Potemski , M. Pakula, J.M. Baranowski, I. Grzegory, S. Porowski, P. Martinez, P. Wydr, „Fine structure of effective mass acceptors in gallium nitride”
Physical Review Letters, 91, 226404-1 (2003)

· A. Wolos, A. Wysmolek, M. Kaminska, A. Twardowski, M. Bockowski, I. Grzegory, S. Porowski, M. Potemski, „Neutral Mn acceptor in bulk GaN in high magnetic fields”, 
Phys. Rev. B 70, 245202 (2004)

· A. Wysmołek, D. Plantier, M. Potemski, T. Słupiński, and Z. R. Żytkiewicz, „Coupled plasmon–LO-phonon modes at high-magnetic fields”, Phys. Rev. B 74, 165206 (2006)

· A. Wysmołek, R. Stępniewski, M. Potemski, B. Chwalisz-Piętka, K. Pakuła, J.M. Baranowski, D.C. Look, S.S. Park, and K.Y. Lee, ” Magnetopolaron effect on shallow donors in GaN”
Phys. Rev. B 74, 195205 (2006)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Pokazy do wykładów na Sali Dużej Doświadczalnej (między innymi do wykładu prof. J. Gintera „Wstęp do fizyki”). Ćwiczenia na I Pracowni Fizycznej (ok. 3 lat). Ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla Nauczycielskiego Kolegium Fizyki (do wykładów prof. J. Gintera, prof. T. Hofmokla). Wykład z fizyki z pokazami dla studentów I roku - semestr wyrównawczy (1998). Ćwiczenia rachunkowe z fizyki do wykładu „Drgania i fale” prof. M. Nawrockiego studentów II roku B,C. II Pracownia Fizyczna (od 2002). III Pracownia Fizyczna (w okresie 1997-2006 – ok. 30 studentów). Pracownia przedmagisterska (ok. 20 studentów). Podstawy Fizyki (Mechanika) – wykład dla studentów I roku studiów indywidualnych, 2007/2008. Własności optyczne półprzewodników – wykład dla studentów IV roku specjalizacji Fizyka Ciała Stałego.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Pracownia przyrządów półprzewodniko​wych, Optyczne własności półprzewodników

17. Imię i nazwisko: 
Aneta Drabińska

Stopień naukowy: doktor

Tytuł naukowy:
Kariera naukowa:  

magisterium 2000, doktorat 2004

2005 - do chwili obecnej - adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

1.
Aneta Drabińska, Krzysztof Korona, Rafał Bożek, Adam Babiński, Jacek Baranowski, Wojciech Pacuski, Roman Stępniewski, Tomasz Tomaszewicz  „Determination of Si delta-doping Concentration in GaN by Electroreflectance” PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS Tom 234 r. 2002, str. 868-871

2.
Aneta Drabińska, Adam Babiński, T Tomaszewicz, Rafał Bożek, Jacek Baranowski  „Optical determination of the dopant concentration in the d-doping layer” JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Tom 92 Nr 1 r. 2002, str. 163-167

3.
Aneta Drabińska „Photo- and Electroreflectance Spectroscopy of Low-Dimensional III-Nitride Structures” ACTA PHYSICA POLONICA A Tom 104 Nr 2 r. 2003, str. 149-164

4.
Aneta Drabińska, Krzysztof Pakuła, Jacek Baranowski, Ilona Frymark  „Electoreflectance and photoreflectance studies of AlGaN/GaN heterostructure with a QW placed inside AlGaN layer” PHYSICA STATUS SOLIDI A Tom 202 Nr 7 r. 2005, str. 1308-1312

5.
Aneta Drabińska, Krzysztof Korona, Krzysztof Pakuła, Jacek Baranowski  „Electroreflectance and photoreflectance spectra of tricolor III-nitride detector structures” PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE Tom 204 Nr 2 r. 2007, str. 459-465

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Opieka nad studentami studiów licencjackich i na III pracowni fizycznej. Ćwiczenia: Fizyka V L. Pokazy: Fizyka V B,C. Ćwiczenia: Wstęp do Fizyki Atomu,  Cząsteczki i Ciała Stałego. Pokazy: Wstęp do Fizyki Atomu,  Cząsteczki i Ciała Stałego. Pracownia fizyczna dla szkół – zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych. Ćwiczenia: Wstęp do Optyki i Fizyki Ciała Stałego.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Pracownia przyrządów półprzewodnikowych 

17. Imię i nazwisko: 
Marta Gryglas

Stopień naukowy: doktor

Tytuł naukowy: 

Kariera naukowa: 

magisterium 1999, doktorat 2004,

2005 – postdok w Laboratorium Fotoniki i Nanostruktur (LPN, CNRS), Marcoussis, Francja

2006 – do chwili obecnej- adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· B.Jouault, M.Gryglas, G.Faini, U.Gennser, A.Cavanna, M.Baj, D.K.Maude, „Single impurity tunnelling spectroscopy to probe the discrete states of a two-dimensional electron gas in a quantizing magnetic field”, Phys. Rev. B 73, 155415 (2006) and Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, April 24, 2006.

· R.Giraud, M.Gryglas, L.Thevenard, A.Lemaître, and G.Faini, „Voltage-controlled tunneling anisotropic magnetoresistance of a ferromagnetic p++-(Ga,Mn)As/n+-GaAs Zener-Esaki diode”, Appl. Phys. Let. 87, 242505 (2005)

· M.Gryglas, M.Baj, B.Chenaud, B.Jouault, A.Cavanna and G.Faini, „Acoustic Phonon-Assisted Resonant Tunnelling via Single Impurities”, Phys. Rev. B 69, 165302 (2004) 

· M.Gryglas, B.Jouault, G.Faini, M.Baj, A.Raymond, C.Chaubet, B.Chenaud and J.L.Robert, „2DEG Spectroscopy with Resonant Tunnelling Through Single Impurity State”, International Journal of Nanoscience" 2, 585 (2003)

· M. Gryglas, M. Baj, B. Jouault, G. Faini, A. Cavanna, „Resonant Tunnelling through Single Donor States in GaAs/AlAs/GaAs Devices”, Physica E 17, 303 (2003)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

ćwiczenia ze wstępu do fizyki III – drgania i fale; ćwiczenia z wstępu do fizyki IV dla NKF- termodynamika; ćwiczenia ze wstępu do optyki i fizyki ciała stałego; III pracownia fizyczna; pokazy do wykładu ze wstępu do fizyki 1L (studia licencjackie); pokazy do wykładu ze wstępu do fizyki IV dla studiów magisterskich; II pracownia fizyczna.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Technologia i strukturyzacja  materiałów półprzewodnikowych.

18. Imię i nazwisko: 
Krzysztof Karpierz.

Stopień naukowy: doktor

Tytuł naukowy:
Kariera naukowa:  

magisterium 1983, 1986, doktorat 1994, 

1986 – 1997 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1997 - do chwili obecnej - adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1994 - 1995 stypendium Japanese Society for the Promotion of Science, Japonia

1995 – 1996 visiting assistant professor, Institute for Materials Research, Tohoku University, Japan

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· K.Karpierz, J.Łusakowski, M.Szot, J.Kossut, M.Grynberg, “Potential fluctuations in CdTe epitaxial layers studiem by shallow donor spectroscopy in far infrared”, zaakceptowane do publikacji J. Phys. Condensed Matter.

· K.Karpierz, „Far Infrared Magnetoscpectroscopy Of Shallow Donors In QD In II ‑VI”, Proceedings of 13th International Conference on II-VI Compounds, Jeju 2007.

· M.Szot, K.Karpierz, A.A.Avestisyan, A.P.Djotyan, J.Kossut, M.Grynberg, “The nature of potential fluctuations in the MBE CdTe/CdMgTe quantum well in a magnetic field: experiment and theory”, Acta Phys. Polonica A 110 (3), 2006, 379-87.

· Z.Romanowski, M.Szot, K.Karpierz, R.Bozek, R.Stepniewski, M.Grynberg, “MOCVD n-InAs thin layers compared with MBE samples-far infrared magnetophotoconductivity”, Phys Stat. Solidi C 2, 2003, 644-7.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas: 

wykład „Fizyka dla Geografów”, „Elementy Fizyki dla Przyrodników”, opiekun ćwiczeń na II Pracowni Fizycznej, pokazy do wykładów

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Pracownia przyrządów półprzewodniko​wych 

19. Imię i nazwisko: 
Jacek Przybytek 

Stopień naukowy: doktor 

Tytuł naukowy: 

Kariera naukowa: 

magisterium 1991, doktorat 1997,

1998 – do chwili obecnej,  adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

Staże zagraniczne:

1. Niemcy, Fachhochschule Ostfriesland, Emden, stypendium TEMPUS-DAAD, 1991-1992, 4 miesiące

2. Niemcy, Institut für Halbleitertechnik, Technische Universität Carolo Wilhelmina zu Braunschweig,

stypendium TEMPUS-DAAD, 1992, 6 miesięcy

3. Francja, Schlumberger Industries, Montrouge Technology Center, post-doc, stypendium Komisji Europejskiej Marie Curie Industry Host Fellowship, 2000-2002, 26 miesięcy

4. Francja, Universite Montpellier II, dwa pobyty w 2005 roku, w sumie 2 miesiące

Ważniejsze publikacje naukowe: 

· D. Wasik, M. Baj, L. Dmowski, J. Siwiec-Matuszyk, J. Przybytek, E. Janik, T. Wojtowicz, G. Karczewski; „Effect of buffer layer thickness on improvement of modulation doped CdTe/CdMgTe heterostructures grown on GaAs substrate”, Proceedings of the 25th International Conference on the Physics of Semiconductors, Osaka, Springer Proceedings in Physics (Eds. N. Miura, T. Ando), Vol. 87, p. 811 (2001)

· Gryglas M, Przybytek J, Baj M, Eaves L, Henini M., "High-resonant tunnelling via X-minimum related states in AlAs barrier", 408, 2001

· Mosser V., Adam D., Lee M., Konczykowski M., Ocio M., Przybytek J., Boero G., Contreras S., "Hétérostructures III-V micromagnétométrie", JNMO (Journées Nationales Microélectroniques Aygulf (invited, unpublished)

· J. Przybytek, V. Mosser, Y. Haddab, "LF noise in cross Hall of SPIE - Noise in Devices and Circuits, Santa Fe, New Mexico, M.E. Levinshtein, SPIE Publishing, 5113 (2003) 475-483

· V. Mosser, G. Jung, J. Przybytek, M. Ocio,Y. Haddab, "Low- micromagnetometers" - Proceedings of SPIE - Noise and Information Standards, Santa Fe, New Mexico, USA 2003, ed. L.B. Kish, Publishing, 5115 (2003) 183-195

· J. Przybytek, M.Baj, "Current Fluctuations in Single BarrierVertical GaAs/AlAs/GaAs Tunneling Devices”, Acta Physica Polonica A, 112 , 221 (2007)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

pokazy do wykładu ze Wstępu do Fizyki I; pokazy i ćwiczenia do Wykładu z Fizyki V dla NKF (Wstęp do Fizyki Współczesnej); pokazy do wykładów z fizyki dla  NKF - elektryczność, magnetyzm, dragania, fale, termodynamika; ćwiczenia do wykładu z fizyki 1 i 2 semestr NKF; ćwiczenia do wykładu Wstęp do Fizyki Elektryczność i magnetyzm 2L; ćwiczenia do wykładu Wstęp do Wstęp do Fizyki Atomu, Cząsteczki i Ciała Stałego 3L; ćwiczenia do wykładu Wstęp do Optyki, Fizyki Atomu, Cząsteczki i Ciała Stałego; ćwiczenia do wykładu Wstęp do Fizyki BC (Fale); Programowanie I. Semestr Wyrównawczy - wykład i ćwiczenia. I Pracownia Fizyczna.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Pracownia przyrządów półprzewodniko​wych, Technologia i strukturyzacja  materiałów półprze​wodnikowych 

20. Imię i nazwisko: 
Tomasz Słupiński

Stopień naukowy:  doktor inżynier

Tytuł naukowy:     

Kariera naukowa:  

magisterium: 1986,  doktorat: 1999, 

1986 - 1993:  Laboratorium Fizyki Wzrostu Kryształów sp. z o.o. (firma utworzona przez UW + PAN)

1993 – 2002:  prac. inż.-techn., Zakład Fizyki Ciała Stałego IFD, Wydział Fizyki, UW

2002 - do chwili obecnej: adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego IFD, Wydział Fizyki, UW

1999 – 2002: visiting researcher, Tokio Institute of Technology oraz Kanagawa Academy of Scence and Technology,  Tokyo/Kawasaki/Yokohama, Japonia

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5):

· M. Baj, L.H. Dmowski, T. Słupiński, "Direct proof of two-electron occupation of Ge-DX centers in GaAs codoped with Ge and Te", Phys. Rev. Lett. 71 (1993) 3529  

·  T. Słupiński, E. Zielińska-Rohozińska, T. Harasimowicz, "Shallow Donor Solubility Mechanism: Tellurium in GaAs", Proc. 7th Int. Conf. on Shallow-Level Centers in Semiconductors, Amsterdam, 1996, edited by C.A.J. Ammerlaan and B. Pajot , World Scientific Publ., Singapore, 1997, pages 369 - 374        

· T. Słupiński, E. Zielińska-Rohozińska, "Local order of Te impurity atoms in heavily doped GaAs:Te and accompanying electron localization effect", Materials Research Society Symposium Proceedings, vol. 583 (2000), pp. 261-266 

· T. Słupiński, H. Munekata, A. Oiwa, "Ferromagnetic semiconductor (In,Ga,Mn)As with Curie temperature above 100 K", Appl. Phys. Lett. 80 (2002) 1592          

· A. Oiwa,Y. Mitsumori,R. Moriya, T. Słupiński, H. Munekata, "Effect of Optical Spin Injection on Ferromagnetically Coupled Mn Spins in the III-V Magnetic Alloy Semiconductor (Ga,Mn)As", Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 137202       

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas: 

Ćwiczenia do wykładów z  Fizyki 1 i Fizyki 2  (kursy B/C, A)  w latach 1997/8 oraz 2002-2006. Ćwiczenia z Fizyki 1BC  2006/7. Ćwiczenia z Fizyki Elementarnej 2007/8. Pracownia Elektroniczna 2007/8. Ćwiczenia z Fizyki Materiałow (III r., st. licencjackie) 1997-9  oraz 2003-5. Ćwiczenia laboratoryjne w ramach III Pracowni (specj. Fizyka Ciała Stałego) 2005-8.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Pracownia przyrządów półprzewodnikowych, Technologia i strukturyzacja materiałów półprzewodnikowych 

21. Imię i nazwisko:
Jacek Szczytko

Stopień naukowy: dr (doktor nauk fizycznych)

Tytuł naukowy:

Kariera naukowa:  

magisterium 1996, doktorat 2001, 

2005 – do chwili obecnej - adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

2001 – 2005 staż podoktorski, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria

sierpień 2007 wizytujący profesor na National Chiao Tung University, Tajwan

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· Michał Bystrzejewski, Andrzej Huczko, Hubert Lange, Piotr Baranowski, G Cota-Sanchez, G Soucy, Jacek Szczytko, Andrzej Twardowski Large scale continuous synthesis of carbon-encapsulated magnetic nanoparticles Nanotechnology 18,145608-145617 (2007)

· Adam Kwiatkowski, Dariusz Wasik, Maria Kamińska, Rafał Bożek, Jacek Szczytko, Andrzej Twardowski, Jolanta Borysiuk, J. Sadowski, Jacek Gosk Structure and magnetism of MnAs nanocrystals embedded in GaAs as a function of post-growth annealing temperature J. of Appl. Phys. 101. 113912-113918 (2007)

· B. Deveaud, L. Kappei, J. Berney, F. Morier-Genoud, MT. Portella-Oberli, J. Szczytko, C. Piermarocchi Excitonic effects in the luminescence of quantum wells CHEMICAL PHYSICS 318: 104-117 (2005)

· J. Szczytko, L. Kappei, J. Berney, F. Morier-Genoud, MT. Portella-Oberli, B. Deveaud, Origin of excitonic luminescence in quantum wells: Direct comparison of the exciton population and Coulomb correlated plasma models Phys. Rev. B 71 195313 (2005)

· L. Kappei, J. Szczytko, F. Morier-Genoud, B. Deveaud Direct observation of the Mott transition in an optically excited semiconductor quantum well Phys. Revi. Lett. 94, 147403 (2005)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Wykłady: Nowe Technologie. Ćwiczenia rachunkowe do Wstęp do Optyki i Fizyki Ciała Stałego, Fizyka Elementarna. Opieka nad magistrantami i licencjatami. Pokazy do wykładu Wstęp do Fizyki III. Pracownie: III pracownia fizyczna i pracownia przedmagisterska.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska, Electronic Properties of Solids and Defects, Wstęp do fizyki magnetyzmu.

22. Imię i nazwisko:
 Paweł  Trautman

Stopień naukowy:  doktor

Tytuł naukowy

Kariera naukowa:

 magisterium 1986,  doktorat 1995, 

1986 – 1996 asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1996 – 2007  adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

2007 - do chwili obecnej – starszy wykładowca, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, UW

1989 – 1990 visiting scientist, University of California at Berkeley, USA

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5): 

· P. Trautman, J. P. Walczak, and J. M. Baranowski, "Piezospectroscopic evidence for tetrahedral symmetry of the EL2 defect in GaAs", Phys. Rev. B 41, pp. 3074-3077 (1990).

· P. Trautman and J. M. Baranowski, "Evidence for Trigonal Symmetry of the Metastable State of the EL2 Defect in GaAs", Phys. Rev. Lett. 69, pp. 664-667 (1992).

· P. Trautman and J. M. Baranowski, "Structure and Metastability of the EL2 Defect in GaAs", Int. J. Mod. Phys. B 9, pp. 1263-1312 (1995).

· P. Trautman, M. Baj, and J. M. Baranowski, "Hydrostatic Pressure and Uniaxial Stress in Investigations of the EL2 Defect in GaAs", Semiconductors and Semimetals 54, pp. 427-455 (1998).

· P. Trautman, K. Pakuła, R. Bożek, and J. M. Baranowski, “Light-induced narrowing of excitonic absorption lines in GaN”, Appl. Phys. Lett. 83, pp. 3510-3512 (2003).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas: 

pokazy do wykładów z fizyki doświadczalnej, zajęcia na pierwszej pracowni fizycznej, zajęcia doświadczalne na pracowni elektronicznej.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:  

III pracownia, pracownia specjalistyczna, pracownia magisterska

23. Imię i nazwisko: 
Grzegorz Kowalski 

Stopień naukowy:  doktor habilitowany  

Tytuł naukowy:

Kariera naukowa:

magisterium 1976,  doktorat 1984, habilitacja 2000

Staże naukowe:

Wydział Fizyki Uniwersytet Bristolski
Post-doc
1985-87

Wydział Fizyki Royal Holloway College Uniwersytet Londyński
Research associate
1993-95

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5):

· A.R.Lang, G.Kowalski, A.P.W.Makepeace, "On long-range lattice perfection in natural type Ia diamond", 1991, Phil.Mag. A64, 543-560.

· A.P.Knights, G.Kowalski,A.S.Saleh, A.Towner, M.I.Patel, P.C. Rice-Evans, M.Moore,G.A.Gledhill, E.Nossarzewska-Orlowska, A.Brzozowski, Positron annihilation spectroscopy applied to porous silicon films, 1995, J. Appl. Phys. 78, 4411-4415.

· S.Mardix, A.R.Lang, G.Kowalski, A.P.W.Makepeace, On structure and twist in ZnS crystal whiskers, 1987, Phil. Mag. 56, 251-261.

· G.Kowalski, M.Leszczynski, A.Kurpiewski,T.Suski, M.Kaminska, E.R.Weber, X-ray diffraction studies of low temperature GaAs, 1992, Materials Research Society, Symp. Proce 241, 125-129

· G.Kowalski, A.Kurpiewski, M.Kaminska, E.R.Weber, EL2-like Defects in Low Temperature GaAs, 1993, Materials Science and Engineering B22, 27-30.

· G.Kowalski, M.Leszczynski, Detection of the EL2 metastability by X-ray rocking-curve measurements at low temperatures, 1991, Appl.Phys.Lett. 59, 2561-2563.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

Ćwiczenia na I, II i III pracowni fizycznej; Pokazy do wykładów kursowych; Wykłady: Fizyka promieniowania X-II.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:

Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego I i II, Pracownia specjalistyczna II

24. Imię i nazwisko: 
Radosław Przeniosło 

Stopień naukowy:  doktor habilitowany  

Tytuł naukowy:

Kariera naukowa:

magisterium 1992,  doktorat 1995, habilitacja 2004

Staże naukowe:

Instytut Chemii Fizycznej Uni. Saarbruecken
Post-doc
1999-2000

Instytut Laue Langevin, Grenoble  
Marie Curie Fellow
2001-2002

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5):

· J. Stolarski, A. Meibom, R. Przeniosło and M. Mazur,
„A cretaceous scleractinian coral with a calcitic  skeleton “, Science 318 (2007) 92-94. 
· R. Przeniosło,  I. Sosnowska and B. Frick, “Nuclear ordering and excitations in NdFeO3“, 
J. Magn. Magn. Mater.  305 (2006) 186-190. 
· D. Wardecki, R. Przeniosło, I. Sosnowska, Yu. Skourski and M. Loewenhaupt
Magnetization of Polycrystalline BiFeO3 in High Magnetic Fields”, J. of the Phys. Soc. of Japan. 77 (2008) 1037091-3.
· W. Sławiński, R. Przeniosło, I. Sosnowska, M. Bieringer, I. Margiolaki and E. Suard
Modulation of atomic positions in CaCuxMn7-xO12 (x<=0.1), Acta Crystallographica B65 (2009) 535-54
· R. Przeniosło, I. Sosnowska, G. Rousse and R. Hempelmann,
“Magnetic ordering in electrodeposited nanocrystalline chromium particles”, Phys Rev B66 (2002) 0144041-0144046.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

”Fizyka dla Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska” 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, Wydział Fizyki UW

”Struktura i Dynamika Sieci Fazy Skondensowanej”, 2006/2007 (semestr letni), 2008/09 (dwa semestry),Wydział Fizyki UW

Ćwiczenia rachunkowe „Drgania i Fale” II rok, Pokazy do wykładu z fizyki dla chemików, I pracownia.

Zajęcia dydaktyczne, które będą prowadzone w ramach nowej specjalności:

Struktura i Dynamika fazy skondensowanej, Metody Jądrowe Fizyki Ciała Stałego, Pracownia metod jądrowych fizyki ciała stałego.

25. Imię i nazwisko: 
Maciej Szymański
Stopień naukowy:  doktor   

Tytuł naukowy:

Kariera naukowa:

magisterium 1972,  doktorat 1981

Ważniejsze publikacje naukowe (max.5):

· P.Fischer, I.Sosnowska, M.Szymański "Debye-Waller factor and thermal expansion of arsenic, antimony and bismuth", 1978, J.Phys.C: Solid St. Phys. 11, 1043-1051.

· P.Fischer, M.Połomska, I.Sosnowska, M.Szymański, “Temperature dependence of the nuclear and magnetic structure of BiFeO3”, 1980, J. Phys.C: Solid St. Phys. 13, 1931-1940.

· H.Kępa, L.Dobrzyński, A.Wiśniewski, M.Szymański, W.Minor, “High temperature behavior of spin waves in Fe3-xMnxSi”, 1986, Solid St. Commun. 57, 47-51.

· M.Szymański, M.Jankowski, A.Wiśniewski, L.Dobrzyński, S.Bednarski, “Spin dynamics of Fe3Si and Fe3-xMnxSi alloys”, 1991, Journal of Physics: Condensed Matter, 3, 4005-4026.

· V.Drozd, M.Pękała, J.Kovac, I.Skorvanek, M.Szymański, S.Nedilko, “Structure and Transport Properties of La0.75-xRExCa0.25MnO3 Manganites”, 2004, Acta Physica Polonica A106, 751-758.

C2. Informacja o infrastrukturze zapewniającej prawidłową realizację celów kształcenia:

Sale wykładowe: 11 sal o całkowitej powierzchni 1331 m2, sale ćwiczeniowe: 13 sal o całkowitej powierzchni 475 m2. Laboratoria studenckie: I Pracownia Fizyczna (35 stanowisk), II Pracownia Fizyczna (41 stanowisk), Pracownia Elektroniczna (28 stanowisk), Pracownia Dydaktyki Fizyki (36 stanowisk), III Pracownia, Pracownia Specjalistyczna. Stanowiska III Pracowni i Pracowni Specjalistycznej znajdują się w zakładach naukowych instytutów prowadzących specjalizacje - ogółem około 80 stanowisk. Dla potrzeb nowego kierunku Wydział utworzył już Pracownię optometrii w trakcie przygotowania są Pracownia optyki geometrycznej i instrumentalnej oraz Pracownia optyki fizjologicznej. Wydział Fizyki zamierza utworzyć Pracownię chemiczną, Pracownię biologii molekularnej, Pracownię biofizyki oraz Laboratorium dozymetrii i ochrony radiologicznej.

Dostęp do komputerów i Internetu: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na początku lat 1990 odegrał pionierską rolę we wprowadzaniu Internetu i WWW w Polsce. Obecnie w każdym z siedmiu budynków, w których mieści się Wydział Fizyki, pracownicy i studenci mają dostęp do komputerów połączonych sieciami Ethernet 10/100 Mb/s, które zintegrowane są w jednolitą wydziałową sieć komputerową i połączone z Internetem poprzez dedykowane kanały o dużej przepustowości danych, zestawione w międzykampusowej sieci teleinformatycznej Uniwersytetu Warszawskiego w technologii ATM. W wydziałowej sieci komputerowej znajdują się:

· serwery podstawowych usług internetowych, serwery udostępniające zbiory danych i drukarki, 

· pięć wyspecjalizowanych klastrów obliczeniowych, 

· około 1000 komputerów przeznaczonych dla pracowników naukowych, studentów wykonujących prace dyplomowe oraz administracji,

· dodatkowo 50 komputerów w 4 salach dydaktycznych, 25 komputerów w studenckich pracowniach fizycznych i 48 komputerów w 4 studenckich salach pracy własnej. 

Studenci Wydziału mają również dostęp (bezprzewodowy i kablowy) do sieci z własnych komputerów przenośnych, otrzymują indywidualne konta komputerowe z dostępem do poczty elektronicznej i serwisów informacyjnych uczelni (w tym systemu obsługi studiów USOS, katalogów bibliotecznych i czasopism), mogą tworzyć własne strony WWW i pracować z wykorzystaniem różnego oprogramowania (w tym pakietów Mathematica, Matlab, Maple). Wykorzystywane są systemy operacyjne GNU/Linux i Microsoft Windows (w ramach wydziałowej licencji MSDN). 

Zakład Fizyki Ciała Stałego dysponuje wieloma laboratoriami z najnowocześniejszym wyposażeniem pomiarowym: Nowoczesne układy do badań optycznych i mikrooptycznych, magnetooptycznych i transportowych w zakresie światła ultrafioletowego, widzialnego, bliskiej i dalekiej (70-400 mikronów) podczerwieni (tzw. obszar terahercowy) w silnych polach magnetycznych (do 12 T), w niskich temperaturach (do 1,3 K) przy ciśnieniach jednoosiowych i hydrostatycznych (do 1,5 GPa), w tym układ do badań ekstremalnie szybkich procesów optycznych z rozdzielczością czasową na poziomie kilkudziesięciu femtosekund, układ do badań korelacji pojedynczych fotonów.

· Układy do badań transportu elektronowego (w tym – tunelowania)

· Układ do pomiarów namagnesowania (SQUID)

· Mikroskop sił atomowych (AFM)

· Standardowe techniki charakteryzacji: Hall, DLTS, Electrochemical CV profiling etc.

· Skraplarka helowa (jedyne w Polsce uniwersyteckie laboratorium dysponujące skraplarką!)

· EPR 

Informacja o zapleczu eksperymentalnym i obliczeniowym Zakładu Struktury Materii Skondensowanej (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki UW) gwarantującym odpowiedni zakres kształcenia w specjalności Metody Jądrowe Fizyki Ciała Stałego:
· Wysokorozdzielcze dyfraktometry rentgenowskie służące do badań struktury materiałów polikrystalicznych. Philips Expert oraz Seifert ID3003 wraz z goniometrem HZG-4.Układ jest dodatkowo wyposażony w system kontroli temperatury typu CryoJet działający w zakresie od 100 K do 500K.

· Wysokorozdzielczy dyfraktometr rentgenowski służący do badań struktury monokryształów oraz układów warstwowych marki Philips MRD. 

· Układy do topografii rentgenowskiej oparte na generatorach marki Siemens zaopatrzonych w kamery Langa.

· Dostęp do wysokorozdzielczych dyfraktometrów promieniowania synchrotronowego w European Synchrotron Radiation Facility w Grenoble (np. ESRF ID-31, BM-1A).

· Dostęp do wysokorozdzielczych dyfraktometrów neutronowych w Institut Laue Langevin w Grenoble (np. ILL- D2B, D20).

C3. Informacja o dostępie do biblioteki wyposażonej w literaturę związaną ze specjalnością:

Studenci specjalności, podobnie jak wszyscy studenci Wydziału Fizyki UW mają dostęp do całości zbiorów bibliotecznych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) – stan zbiorów BUW (Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych łącznie) w dniu 31 grudnia 2008 wynosił 5 754 368 jednostek bibliotecznych z wszelkich dziedzin nauki, literatury i sztuki. Bezpośrednio na Wydziale Fizyki studenci mają dostęp do 4 bibliotek wydziałowych gromadzących głównie pozycje z zakresu fizyki, astronomii, geofizyki, biofizyki matematyki oraz dydaktyki nauk przyrodniczych. Łączne zbiory tych bibliotek to 133 313 jednostek bibliotecznych w tym 79 278 książek i 51 635 czasopism, z czego 69 014 książek posiada pełne opisy w katalogu elektronicznym (system VTLS/Virtua przyjęty przez BUW). 

Wszyscy studenci Wydziału Fizyki mają też, poprzez Internet, dostęp do licznych elektronicznych baz danych prenumerowanych przez Uniwersytet Warszawski, w tym do pełnotekstowych wersji elektronicznych 26 604 tytułów czasopism naukowych z wszelkich dziedzin (w tym 3 232 tytuły z zakresu nauk ścisłych). Dostęp do elektronicznego katalogu i elektronicznych baz danych (czasopism) możliwy jest z wszystkich komputerów na Wydziale (w tym 15 komputerów w bibliotekach), a dla studentów posiadających karty biblioteczne również z własnych komputerów domowych.

C4. Informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z kierunkiem**:

W Zakładzie Fizyki Ciała Stałego prowadzone są badania ściśle związane z tworzoną specjalnością:

· technologia wzrostu kryształów i nanostuktur półprzewodnikowych

· spektroskopia i optoelektronika materiałów półprzewodnikowych z grupy azotków (niebieska optoelektronika)

· magnetospektroskopia czasowo rozdzielcza nanostruktur kwantowych (kryptografia kwantowa)

· badania oddziaływań pomiędzy spinem nośników i momentami magnetycznymi jonów magnetycznych w heterostrukturach półprzewodników półmagnetycznych (spintronika) 

· magnetooptyczne badania wzbudzeń niskoenergetycznych (w szczególności wewnątrz płytkich donorów) w dalekiej podczerwieni

· badania magnetyczne materiałów półprzewodnikowych dla spintroniki

· badania transportu elektronowego w heterostrukturach półprzewodnikowych, badania tunelowania rezonansowego 

· badania submikronowych tranzystorów polowych; emisja i detekcja promieniowania z zakresu THz

W Zakładzie Struktury Materii Skondensowanej prowadzone są badania ściśle związane z tworzoną specjalnością:

Rentgenowskie badania struktury kryształów, materiałów polikrystalicznych oraz układów warstwowych
Rentgenowskie badania dyfrakcyjne monokryształów, materiałów polikrystalicznych 31 i warstw epitaksjalnych dostarczają ważnych informacji o strukturze krystalicznej oraz o defektach znajdujących się w badanych materiałach. Dzięki temu mogą być wykorzystywane zarówno do identyfikacji pojedynczych makro defektów typu linii dyslokacyjnych, jak i rozłożonych statystycznie defektów punktowych czy też do badania ogólnej jakości próbek. Metody stosowane w tych badaniach to rentgenowska topografia dyfrakcyjna oraz dyfraktometria wysokorozdzielcza. Za pomocą tych metod uzyskuje się istotne informacje o strukturze badanych próbek, tj. otrzymuje się wartości stałych sieci, grupę przestrzenną, położenia i informacje na temat drgań termicznych atomów. Można także uzyskać informację o składzie i grubości warstw w przypadku kryształów warstwowych, koncentracji i typie defektów itp. Wyznacza się także parametry mikrostruktury takie jak: naprężenia wewnętrzne, rozmiar krystalitów, parametry struktury mozaikowej. Planowane są badania przy użyciu dyfraktometrów rentgenowskich w laboratoriach nowego Zakładu. Planuje się też zastosowanie metody reflektometrii przy użyciu istniejącego dyfraktometru rentgenowskiego. Planowane są także badania przy źródłach synchrotronowych we współpracy z instytucjami spoza UW.

Planowane badania obejmują tlenki metali przejściowych o strukturze odkształconego perowskitu, nanostruktury grafenowe, nanokryształy metali przejściowych oraz materiały biogeniczne oparte na CaCO3. Badania te będą kontynuacją prowadzonych badań materiałów takich jak: CaCuxMn7-xO12, grafit HOPG oraz grafen osadzony na podłożu SiC, nanokryształy chromu oraz szkielety korali zbudowanych z CaCO3. 

Badania oddziaływań magnetycznych w materiałach polikrystalicznych oraz w supersieciach półprzewodników

Planowane są badania oddziaływań magnetycznych w związkach metali przejściowych metodą rozpraszania neutronów termicznych. Motywacją wyboru materiałów do badań są występujące w nich zjawiska kolosalnego magnetooporu oraz sprzężenia magnetoelektrycznego. Zjawiska te są obserwowane m. in. w związkach tlenowych metali przejściowych np. CaCuxMn7-xO12, oraz w półprzewodnikach magnetycznych o składzie ZnxMn1-xTe, ZnxMn1-xO. Materiały te mogą być w przyszłości podstawowym budulcem urządzeń spintronicznych, nowej generacji urządzeń elektronicznych, Obecnie trwają poszukiwania takich półprzewodników ferromagnetycznych, które zachowują swoje właściwości magnetyczne w temperaturach wyższych od pokojowej, co jest warunkiem niezbędnym do ich praktycznych zastosowań. Do tej klasy materiałów zaliczają się rozcieńczone półprzewodniki o składzie ZnxMn1-xTe, ZnxMn1-xO, które stają się ferromagnetyczne po dostatecznie silnym domieszkowaniu 

Planowana jest kontynuacja współpracy w zakresie badań rentgenowskich z European Synchrotron Radiation Laboratory w Grenoble oraz z laboratorium Synchrotronowym DESY – HASYLAB w Hamburgu. Planowane jest prowadzenie badań przy użyciu lasera rentgenowskiego nowej generacji we współpracy z  XFEL w Hamburgu. Planowane jest także nawiązanie współpracy z aktualnie budowanym Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie. 

Współpraca w zakresie badań metodą rozpraszania neutronów jest planowana z National Institute of Standards and Technology w USA, z Instytutem Laue Langevin (ILL) w Grenoble, ISIS Rutherford Appleton (Wielka Brytania), Berlin Neutron Scattering Center (BENSC) oraz Swiss Spallation Source (SINQ) w Villigen. Planujemy także odnowić kontakty z Royal Holloway College University of London a także kontynuować współpracę z University of Saarbruecken (Niemcy) oraz University of Manitoba (Kanada).

C5. Informacja o liczbie studentów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz proporcji - na każdych prowadzonych przez jednostkę studiach.

Aktualnie (stan na koniec roku 2009) na Wydziale Fizyki studiują na kierunku fizyka 575 osoby. Wydział Fizyki UW nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

Stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku

studiów do liczby studentów na tym kierunku wynosi: 1:3,3.

Składowe: 

liczba nauczycieli stanowiących minimum kadrowe – 173,

liczba studentów na kierunku – studia stacjonarne – 575.
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